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Abstract 



A liquid crystal display having an improved display characteristic and having a ring-structured storage 
capacitor of an independent wiring type wherein disconnection and/or short circuit defects are reduced 
and a method for manufacturing the same. The liquid crystal display has one or a plurality of first 
electrodes within each pixel region, for forming one or a plurality of auxiliary capacitors in conjunction 
with the opposing pixel electrode. The first electrodes surround the pixel electrodes in a ring type 
structure, and are connected to each other between adjacent pixel portions-by at least one wiring 
connecting portion. The first electrodes are driven independently from the scanning signal lines and the 
display signal lines. Forming the first electrodes of the capacitors as independent wiring type having a 
ring structure simplifies the manufacturing process and utilizes the maximum pixel area. Also, the 
degree of freedom concerning the selection of the driving pulse signal of the liquid. crystal display is 
improved to reduce the R-C delay. 
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@ Flussigkristallanzeigeeinrichtung und Verfahren zu deren Herstellung 

(§7) Flussigkristailanzeigeeinrichtung .und Verfahren zu deren 
Herstellung, 

Es sind Flussigkristallanzeigen mit matrixformig angeordne- 
ten Bildpunktbereichen bekannt, bei denen ein Kondensator- 
element vom Zusatzkapazitatstyp, bei dem erste Elektroden 
mit Abtastsignalleitungen verbunden sind, oder vom Spei- 
cherkapazitatstyp, bei dem diese Elektroden unabhangig von 
den Abtastsignalleitungen mit eigener Verdrahtung ange- 
ordnet und plattenformig gestaltet sind, angeordnet ist. 
Zur Verbesserung von Kontrast- und Offnungsverhaltnis und 
der GlerchmaGigkeit des angezeigten Bildes sowie der 
Steigerung der Herstellungsausbeute werden neue Flussig- 
kristallanzeigen und Herstellungsverfahren hierfur vorge- 
schlagen, bei denen die ersten Elektroden der Kondensato- 
ren vom Speicherkapazitatstyp ringformig im Bildelektro- 
denrandbereich verlaufen oder aufeinander abgestimmt fur 
^™ jeden Bildpunktbereich sowohl ein Kondensator vom Spei- 
^ cherkapazitatstyp wie auch ein Kondensator vom Zusatzka- 
^ pazitatstyp angeordnet ist. 

Verwendung zur Fertigung flacher Bildschirme fur optische 
Anzeigezwecke. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Flussigkristallanzeigeeinrichtung nach dem Oberbegriff des Patentanspru- 
ches 1 oder 31, insbesondere auf eine solche mit aktiver Matrix, sowie auf ein Verfahren zu deren Herstellung. 

5 Die Erfindung stellt eine Weiterentwicklung fruherer Erfindungen dar, die Gegenstand der US-Patentanmel- 
dungen Nr. 07/934.396 von 25.08.1992 sowie Nr. 08/070.717 vom 01.06.1993 sind, auf deren Inhalt hier verwiesen 
wird, soweit er nicht nachstehend dargelegt ist. Diese friiheren Erfindungen sind auch Gegenstand der auf die 
vorliegende Anmelderin zuriickgehenden Offenlegungsschriften DE 42 19 665 Al und DE 43 18 028 Al. 

Zur Deckung eines Bedarfs an benutzerorientierten, platzsparenden Anzeigeeinrichtungen, die als Schnittstel- 

10 - le zwischen Mensch und Computer (und anderen Arten von rechnerbetriebenen Geraten) dienen, sind verschie- 
dene Arten von Anzeigeeinrichtungen mit flachem Bildschirm oder flachem Anzeigefeld entwickelt worden, z. B. 
die Flussigkristallanzeige (nachfolgend LCD bezeichnet), das Plasma-Anzeigefeld (PDP), die Elektrolumines- 
zenzanzeige (EL) eta, um herkommliche Anzeigegerate zu ersetzen, speziell die ECathodenstrahlrohre (CRT), die 
verhaltnismaBig groB und sperrig ist. Von diesen Anzeigetypen mit flachem Bildschirm findet die Weiterentwick- 

15 lung der LCD-Technologie das meiste Interesse. In einigen Ausfuhrungen erreicht oder ubertrifft die Farbbild- 
qualitat der LCDs diejenige von CRTs. 

Fliissigkristallanzeigen konnen in Form einer einfachen Matrix oder einer aktiven Matrix realisiert sein, wobei 
elektrooptische Eigenschaften des Flussigkristalls ausgenutzt werden, dessen molekulare Anordnung sich in 
Abhangigkeit von einem elektrischen Feld andert Speziell wird fur die LCD in der Form mit aktiver Matrix eine 

20 ^Combination von Flussigkristall- und Halbleitertechnologie verwendet, wobei diese LCD als den CRT-Anzeigen 
iiberlegen anzusehen ist 

Die LCDs mit aktiver Matrix weisen innerhalb eines jeden einer Mehrzahl von in einer Matrixkonfiguration 
angeordneten Bildpunkten ein aktives Bauelement mit nichtlinearer Kennlinie auf, wobei die Schaltcharakteri- 
stik des Baueiements ausgenutzt wird, um den jeweiligen Bildpunkt anzusteuern. Ein LCD-Typ mit aktiver 

25 Matrix beinhaltet eine Speicherfunktion mittels eines elektrooptischen Effekts des Flussigkristalls. Als aktives 
Bauelement werden ublicherweise ein Diinnschichttransistor (nachfolgend TFT bezeichnet) mit drei Anschlfis- 
sen oder eine Diinnschichtdiode (TFD), z. B. vom Metal 1/Isoia to r/M eta U-Typ (MIM) mit zwei Anschliissen, 
verwendet. In einer LCD mit aktiver Matrix, die derartige aktive Bauelemente verwendet, sind Millionen oder 
sogar Milliarden von Bildpunkten auf einem Glastrager zusammen mit einer Bildpunktadressenverdrahtung 

30 integriert, um dadurch eine Matrixtreiberschaltung zu bilden, wobei die TFTs als Schaltelemente dienen. 

Fur LCDs mit aktiver Matrix, deren Anzeige fur einen groCflachigen Bildschirm dienen und eine hohe 
Auflosung bereitstellen soil, wachst jedoch die Bildpunktanzahl weiter an. Dementsprechend verringert sich das 
Offnungsverhaltnis der einzelnen Bildpunkte, was eine Helligkeitsreduktion fur die LCD zur Folge hat 

Bei der obigen LCD mit aktiver Matrix entsteht auBerdem eine Kapazitat (Cgd) zwischen der Gate- und der 

35 Drain-Elektrode des TFTs. Wenn das Signal des Gate-Impulses vom 1-Pegel auf 0-PegeI wechselt, erniedrigt sich 
das Potential der Bildpunktelektrode aufgrund der Wirkung der obigen Kapazitat Cgd. Diese potentialverrin- 
gernde Anderung wird ublicherweise als "Offsetspannung" bezeichnet. Wenn die Offsetspannung den Flussigkri- 
stall als direkte Spannung beaufschlagt, treten unerwunschte Effekte auf, wie festgehaltenes Bild, Erzeugung von 
Flimmern und ahnliches. Die Reduzierung einer derartigen Offsetspannung ist daher notwendig, wie z. B. durch 

40 Anordnen eines Hilfskondensators parallel zu der Fliissigkristalizelle. 

Um ferner die GleichmaBigkeit eines auf einer LCD mit aktiver Matrix angezeigten Bildes zu erhalten, ist es 
notwendig, die Spannung eines ersten, uber eine Datenleitung wahrend eines Schreibvorgangs gefuhrten Signals 
fiir eine bestimmte Zeitdauer konstantzuhalten, bis ein zweites Signal empfangen wird. AuBerdem ist wie gesagt 
parallel zur jeweiligen Flussigkristallzelle ein Hilfskondensator angeordnet, urn die Bildqualitat der Anzeige zu 

45 verbessern. Wenn der Schreibvorgang in die LCD bei einer Frequenz von 60 Hz durchgefiihrt wird, betragt die 
Haltedauer 16,7 Millisekunden. Die Zeitkonstante, die durch den Widerstand des Flussigkristalls und dessen 
Dielektrizitatskonstante festgelegt ist, muB unter Berucksichtigung dieser obigen Werte ausreichend groB sein. 

Der parallel zur Flussigkristallzelle liegende Hilfskondensator kann auf zwei Weisen gebildet werden, namlich 
durch eine Zelle vom Zusatzkapazitatstyp (Ca-Typ) oder vom Speicherkapazitatstyp (Cs-Typ). 

so Fig. 1 zeigt eine Bildpunktanordnung einer herkommlichen Flussigkristallanzeige, bei der der Kondensator 
vom Zusatzkapazitatstyp ausgebildet ist, und Fig. 2 zeigt eine Querschnittsansicht entlang der Linie 11-11 von 
Fig. I. 

In Fig. 1 sind ein einzelner Bildpunktbereich und Teile von diesen umgebenden Bildpunktbereichen darge- 
stellL In der gesamten LCD-Anzeige sind Zeilen einer Anzahl von Gate-Leitungen (1) und dazu orthogonale 

55 Spalten einer Anzahl von Datenleitungen (5a) in einer Matrixkonfiguration angeordnet. Ein Bildpunkt ist daher 
jeweils in einem der durch diese zwei Arten von Leitungen begrenzten Bereiche gebildet In jedem Bildpunktbe- 
reich befinden sich ein Kondensator (Ca) vom Zusatzkapazitatstyp, ein Diinnschichttransistor (TFT) als Schalt- 
element, ein lichtdurchlassiger Bereich (Offnungsflache), eine transparente Bildpunktelektrode (4) sowie eine 
Farbfilterschicht (21). Die Gate-Leitung (1) und die Datenleitung (5a) werden nachfolgend als Abtaststgnallei- 

60 tung bzw. Anzeigesignalleitung bezeichnet. 

Wie in Fig. 1 zu erkennen ist, ist eine erste Elektrode (10) jedes Kondensators (Ca) vom Zusatzkondensatortyp 
als ein lappenformiger, in einen Teil eines jeweiligen Bildpunktes hineinragender Abschnitt der Abtastsignallei- 
tungen (1) gebildet. In ahnlicher Weise ist die Gate-Elektrode (G) jedes TFT ebenso als ein integraler, lappenfor- 
miger, in einen Teil eines zugehorigen Bildpunktes hineinragender (in entgegengesetzter Richtung wie die 

65 entsprechende erste Elektrode des Kondensators) Abschnitt einer jeweiligen Abtastsignalleitung (1) gebildet. 
Jedes TFT-System beinhaltet eine iiber der Gate-Elektrode (G) gebildete Halbleiterschicht (3), einen lappenfor- 
migen, senkrecht vorstehenden Abschnitt einer jeweiligen Anzeigesignalleitung (5a) als Drain-Elektrode, die an 
den linken Rand der Halbleiterschicht (3) angrenzt, eine Source-Elektrode (5b), die an den rechten Rand der 
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Halbleiterschicht (3) angrenzt, sowie eine transparente Biidpunktelektrode (4). Die transparente Bildpunktelek- 
trode (4) besteht aus einem lichtdurchlassigen, leitfahigen Material, wie z. B. Indium-Zinn-Oxid (ITO). 

Samtliche Abtastsignalleitungen (1), Anzeigesignaileitungen (5a), Kondensatoren (Ca), TFTs and Bildpunkt- 
elektroden (4) sind als Teile einer Mehrschichtstruktur ausgebiidet, welche, wie aus Fig. 2 zu erkennen, an der 
Innenseite eines ruckseitigen Glastragers (100) angeordnet ist. 

Im folgenden wird der Herstellungsvorgang fur die LCD mit den Kondensatoren (Ca) vom Zusatzkapazitats- 
typ naher erlautert Die ersten Elektroden (10) der Hilfskondensatoren (Ca) und die Abtastsignalleitungen (1) 
werden gleichzeitig durch geeignete Strukturierung eines lichtundurchlassigen, leitfahigen Materials (z. B. beste- 
hend aus Aluminium, Chrom, Molybdan oder Tantal), das an der Innenseite des ruckseitigen Glastragers (100) 
unter Verwendung eines Qblichen Photoiithographieprozesses abgeschieden wird, gebildet Daraufhin wird eine 
Isolationsschicht (2) uber den Abtastsignalleitungen (1), den ersten Elektroden (10) der Kondensatoren (Ca) und 
den freiliegenden Bereichen der Innenseite des ruckseitigen Glastragers (100) erzeugt wie in Fig. 2 gezeigt ist. 
Als nachstes werden die Anzeigesignaileitungen (5a) und die transparenten Bildpunktelektroden (4) getrennt 
gebildet, z. B. durch aufeinanderfolgende photolithographische Prozesse. Dann wird eine Schutzschicht (6) uber 
die Bildpunktelektroden (4), die Anzeigesignaileitungen (5a) und die freiliegenden Bereiche der Isolationsschicht 
(2) aufgebracht, wonach die an der Innenseite des ruckseitigen Glastragers (100) vorgesehene Mehrschichtstruk- 
tur vervollstandigt ist 

Wie in Fig. 2 dargestellt, enthalt die herkommliche LCD mit aktiver Matrix des weiteren einen frontseitigen 
Glastrager (101), der parallel zum ruckseitigen Glastrager (100) orientiert ist und an dessen Innenseite ebenfalls 
eine Mehrschichtstruktur ausgebildet ist Beispielsweise ist auf der Innenseite des frontseitigen Glastragers (101) 
eine (schwarze) Matrix (20) aus einer lichtabschirmenden Schicht zur Lichtabschirmung angeordnet. Die Licht- 
abschirmschicht- Matrix (20) wird durch geeignete Strukturierung einer Lichtabschirmschicht mittels eines her- 
kommlichen photolithographischen Prozesses erzeugt, um Offnungsfiachen zu definieren, die sich uber jeweils 
beinahe die ganze zugehorige, auf dem ruckseitigen Glastrager (100) angeordnete Biidpunktelektrode (4) 
erstrecken. Daraufhin wird eine Farbfilterschicht (21) uber der Lichtabschirmschicht-Matrix (20) und den freilie- 
genden Flachen der Innenseite des frontseitigen Glastragers (101) erzeugt. Die Farbfilterschicht (21) enthalt 
lichttransmittierende Abschnitte (21a) f die sich innerhalb der Offnungsfiachen befinden. Als nachstes wird eine 
Schutzschicht (22) uber der Farbfilterschicht (21) angeordnet. Dann wird eine transparente Elektrode (23) uber 
der Schutzschicht (22) gebildet, wodurch die an der Innenseite des frontseitigen Glastragers (101) vorgesehene 
Mehrschichtstruktur vervollstandigt ist 

Es sei angemerkt, daB diese herkommliche LCD mit aktiver Matrix des weiteren eine zwischen den frontseiti- 
gen (101) und den ruckseitigen Glastrager (100) geschichtete Fliissigkristall-Dunnschicht enthalt, die in Kontakt 
mit der transparenten Elektrode (23) und der Schutzschicht (6) angeordnet ist Hierzu werden nachfolgende, dem 
auf diesem Gebiet tatigen Fachmann gelaufige ProzeBschritte zur Fixierung des frontseitigen (101) und des 
ruckseitigen Glastragers (100) unter Verwendung einer herkommlichen (nicht gezeigten) Dichtungsmasse aus- 
gefuhrt, wobei das Flussigkristallmaterial in den dazwischen gebildeten Hohlraum eingefuhrt und dort dicht 
verschlossen gehalten wird. 

In dieser LCD mit aktiver Matrix vom Zusatzkapazitatstyp ist kein zusatzlicher ProzeBschritt notwendig, da 
die ersten Elektroden (10) .der Kondensatoren vom Zusatzkapazitatstyp und die Abtastsignalleitungen (1) 
gleichzeitig unter Verwendung desselben Materials strukturiert werden. Dementsprechend einfach ist der 
Herstellungsvorgang fur diese LCD mit aktiver Matrix. 

Basierend auf der vorstehenden Beschreibung der herkommlichen LCD mit aktiver Matrix ist jedoch zu 
bemerken, daB diese bekannte Anordnung gewisse, nachfolgend angegebene Schwierigkeiten mit sich bringt Da 
die erste Elektrode (10) jedes Kondensators (Ca) aus einem lichtundurchlassigen Metall besteht und ferner mit 
einem betrachtlichen Teil ihrer zugeordneten Biidpunktelektrode (4) uberlappt, wird die Offnungsfiache jedes 
Bildpunkts durch die entsprechende Oberlappflache merklich reduziert so daB sich das diesbezugliche Off- 
nungsverhaltnis verringert Da auBerdem die Anzeigesignaileitungen (5a) und die Bildpunktelektroden (4) 
zusammen auf der gleichen Isolationsschicht (2) gebildet werden, mussen sie um einen vorgewahlten Abstand 
voneinander separiert sein, um die elektrische Isolation zwischen ihnen sicherzustellen. Dies reduziert ebenfalls 
die Offnungsflache der LCD und verringert so das Kontrastverhaltnis und die Leuchtdichte der LCD. AuBerdem 
wird, da die erste Elektrode (10) jeder Zusatzkapazitat mit der Abtastsignalleitung (1), d. h. der Gate-Leitung, 
verbunden ist, die Verdrahtungskapazitat der Abtastsignalleitung stark erhoht Deshalb erhoht sich die Last bei 
Betrieb der Abtastsignalleitung, wodurch die Verzogerungszeit des Gate-Impuissignals, d. h. die Gate-Verzoge- 
rung, anwachst 

Fig. 3 stellt das Ersatzschaltbild des LCD-Bauelementes vom herkommlichen Zusatzkapazitatstyp, wie es in 
den Fig. 1 und 2 gezeigt ist, dar. In der durch die Abtastsignalleitung (1) und die Anzeigesignalleitung (5a) 
festgelegten Bildpunkt-Einheitsflache sind folgende Kapazitaten vorhanden: eine im Kreuzungsbereich der 
Abtastsignalleitung (1) und der Anzeigesignalleitung (5a) gebildete Kapazitat (Ccr); eine zwischen der Biid- 
punktelektrode (4) und der ersten Elektrode (10) des Kondensators (Ca) vom Zusatzkapazitatstyp gebildete 
Kapazitat (Cadd); eine zwischen der Biidpunktelektrode (4) und dem Flussigkristall gebildete Kapazitat (Clc); 
eine zwischen der Source- und der Drain-Elektrode des Dunnschichttransistors gebildete Kapazitat (Cds); eine 
zwischen der Gate- und der Source-Elektrode gebildete Kapazitat (Cgs); und eine zwischen der Gate- und der 
Drain-Elektrode gebildete Kapazitat (Cgd). 

Fig. 4 zeigt eine Bildpunktanordnung einer Flussigkristallanzeige mit Kondensatoren (Cs) vom Speicherkapa- 
zitatstyp mit eigener Verdrahtung, die jeweils parallel zur Flussigkristallzelle gebildet sind, als eine weitere 
herkommliche Methode zur Hilfskondensatoranordnung. Fig. 5 zeigt eine Querschnittsansicht entlang der Linie 
IV-IV von Fig. 4 und enthalt lediglich den unteren, d. h. ruckseitigen, Teil des Fiussigkristallanzeigefeldes. 
Hierbei bezeichnen gleiche Bezugszeichen wie in den Fig. 1 und 2 die gleichen Elemente. 
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Zur Verbesserung der Eigenschaften einer Anzeigeeinrichtung ist bereits eine LCD mit aktiver Matrix vom 
Speicherkapazitatstyp vorgeschlagen worden, die eine zusatzliche Lichtabschirmschicht, die das .Streulicht 
reduziert, und Speicherkondensatoren mit eigener Verdrahtung aufweist (siehe "High-Resolution 10.3- in Diago- 
nal Multicolor TFT- LCD", M. Tsurnura, M. Kitajima, K Funahata et aL, SID 91 DIGEST, S. 215—218). 
5 In der in obiger Veroffentlichung offenbarten LCD mit aktiver Matrix ist, urn eine hohes Kontrastverhaltnis 
und ein hohes Offnungsverhaltnis zu erzielen, eine doppelte Lichtabschirmschichtstruktur angeordnet und jeder 
Speicherkondensator ist durch eine eigene Verdrahtung getrennt von der Gate-Leitung separat gebildet, urn so 
die Eigenschaften der LCD zu verbessern. In der Struktur der obigen doppelten lichtabschirmenden Schichtan- 
ordnung sind eine erste Lichtabschirmschicht auf einem frontseitigen Glastrager, auf dem wie bei den herkomm- 
. .10. lichen Anordnungen ein Farbfiiter vorgesehen ist, sowie eine zweite Lichtabschirmschicht auf einem ruckseiti- ■ 
gen Glastrager, auf dem die TFTs vorgesehen sind, gebildet. Die mit einer solchen doppelten Lichtabschirm- 
schichtstruktur versehene LCD besitzt ein gegenuber der herkommlichen LCD mit ledigiich der ersten Lichtab- 
schirmschicht urn 6% bis 20% verbessertes Offnungsverhaltnis. AuBerdem benutzen die Speicherkondensatoren 
eine gemeinsame Elektrode, wobei diese Gate-Elektrode aus Aluminium besteht, dessen Widerstand ledigiich 
15 ein Zehntel desjenigen von Chrom (Cr) betragt Dadurch verbessern sich die Verzogerungszeitcharakteristika 
entlang der Abtastsignalleitung. 

Die LCD mit der doppelten Lichtabschirmschichtstruktur und der gemeinsamen Aluminiumelektrode erfor- 
dert weitere Verbesserungen. AuBerdem liegt unerwunschterweise eine Verringerung des Offnungsverhaltnis- 
ses wegen der Verwendung eines lichtundurchlassigen Metalls (Aluminium) zur Erzeugung der Elektroden des 
20 zu jedem Bildpunkt gehorigen Speicherkondensators vor. Zudem macht der Herstellungsvorgang fur die zweite 
Lichtabschirmschicht die Erzeugung einer Lichtabschirmschicht vor der Bildung einer Isoiationsschicht erfor- 
derlich, nur urn das Licht wahrend der Herstellung der TFTs abzuschirmen, so daS zusatzliche ProzeBschritte 
benotigt werden, die Kostenaufwand und Komplexitat des Herstellungsprozesses fiir das LCD betrachtlich 
erhohen. 

25 Der in Fig. 4 gezeigte Kondensator (Cs) vom Speicherkapazitatstyp mit eigener, unabhangiger Verdrahtung 
stellt eine Struktur dar, in welcher ein lichtdurchlassiges leitfahiges Material, wie z. B. Indium-Zinn-Oxid (ITO) 
das lichtundurchlassige Metah\ z. B. Aluminium, in der oben erwahnten herkommlichen TFT- LCD ersetzt Die 
urn die lichtdurchlassige Bildpunktelektrode (4) herum angeordnete Lichtabschirmschichtstruktur ist, da nicht 
wichtig, in Fig. 4 nicht dargestellt Fig. 4 zeigt ledigiich einen Teii einer groBen Anzahl von Bildpunktbereichen, 

30 die durch eine hohe Anzahl von Abtastsignalleitungen (i) und Anzeigesignalleitungen (5a) festgelegt sind, wie in 
Fig. 1 gezeigt Im Unterschied zu dem in Fig. 1 gezeigten Kondensator (Ca) vom Zusatzkapazitatstyp ist der 
Kondensator (Cs) vom Speicherkapazitatstyp mit eigener Verdrahtung von den Abtastsignalleitungen (1) ge- 
trennt und durch die unabhangige, als eine eigene leitfahige Schicht gebildete Verdrahtung (11) mit dem 
Kondensator (Cs) im benachbarten Bildpunktbereich verbundeiL 

35 Wie in Fig. 4 dargestellt, verwendet die LCD mit den Kondensatoren vom Speicherkapazitatstyp mit unab- 
hangiger Verdrahtung invers gestufte TFTs als Schaltelemente. Bei Betrachtung des Herstellungsprozesses ist 
zu erkennen, daB jede Gate-Elektrode (G), die als Iappenformiger, in den jeweiiigen Bildpunktbereich hineinra- 
gender Teil einer Abtastsignalleitung (1) gestaltet ist, jede erste Elektrode (10a) eines jeweiiigen Speicherkon- 
densators (Cs) und jede unabhangige Verdrahtung (1 1), die eine Fortsetzung der ersten Elektrode (10a) darstellt, 

40 so gebildet werden, daB sie parallel zum rtickseitigen Glastrager des Flussigkristallanzeigefeldes Hegen. Nach- 
dem eine Isoiationsschicht (2), z. B. bestehend aus einer Siliziumnitrid(SiN)-Schicht, auf die Vorderseite aufge- 
bracht wurde, werden nacheinander eine Halbleiterschicht (3) und die lichtdurchlassigen Bildpunktelektroden (4) 
in einem vorgewahlten Muster erzeugt, wonach darauf die Anzeigesignalleitungen (5a) und die Source-Elektro- 
den (5b) gebildet werden. Nachfolgende ProzeBschritte werden durch eine ublicherweise in der LCD-Technik 

45 verwendete Methode durchgefiihrt. 

Da die Flussigkristallanzeige mit dem Kondensator vom Speicherkapazitatstyp mit unabhangiger Verdrah- 
tung, wie in den Fig. 4. und 5 dargestellt, eine lichtdurchlassige ITO-Schicht zur Erzeugung der ersten Elektroden 
(10a) der Speicherkondensatoren (Cs) verwendet, verringert sich die Offnungsflache nicht so stark wie im Fall 
des Typs mit lichtundurchlassiger Elektrode. Oa jedoch kerne Lichtabschirmschicht auf dem rtickseitigen Glas- 

so trager des Flussigkristallanzeigefeldes entlang der Bildpunktelektrode exisiert, ist das Kontrastverhaltnis dieser 
LCD betrachtlich reduziert, und es wird ein zusatzlicher ProzeB zur Bildung der ersten Elektroden (10a) der 
Speicherkondensatoren (Cs) benotigt (dieser ProzeB wird durch Abscheidung eines zusatzlichen lichtdurchlassi- 
gen, leitfahigen Materials, z. B. ITO, das von dem lichtundurchlassigen, leitfahigen Material der Abtastsignallei- 
tungen verschieden ist, sowie durch Atzen des lichtdurchlassigen, leitfahigen Materials durchgefiihrt). Daruber 

55 hinaus ist die Herstellungsausbeute in diesem Fall nicht zufriedenstellend, da die Kreuzungsbereiche der Ver- 
drahtungen verglichen mit der in Fig. 1 gezeigten LCD mehr werden. 

Fig. 6 zeigt ein Ersatzschaltbild des in den Fig. 4 und 5 dargestellten LCD-Bauelementes vom herkommlichen 
Hilfskondensatortyp. In der durch die Abtastsignalleitung (1) und die Anzeigesignalleitung (5a) festgelegten 
Bildpunkt-Einheitsflache treten folgende Kapazitaten auf: eine im Kreuzungsb.ereich der Abtastsignalleitung (1) 

eo und der Anzeigesignalleitung (5a) gebildete Kapazitat (Ccr); eine zwischen der Bildpunktelektrode (4) und der 
ersten Elektrode (10a) des gegeniiberliegenden Speicherkondensators (Cs) gebildete Kapazitat (Cst); eine 
zwischen der Bildpunktelektrode (4) und dem Flussigkristall gebildete Kapazitat (Clc); eine zwischen der ' 
Source- und der Drain-Elektrode des Dunnschichttransistors gebildete Kapazitat (Cds); eine zwischen der Gate- 
und der Source- Elektrode gebildete Kapazitat (Cgs); und eine zwischen der Gate- und der Drain-Elektrode 

65 gebildete Kapazitat (Cgd). 

Fur die in den Fig. 4 bis 6 gezeigte LCD vom Speicherkapazitatstyp mit unabhangiger Verdrahtung kann die 
Kapazitat der Gate-Verdrahtung (Cin) durch die folgende Gieichung ( 1 ) bestimmt werden: 
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Cin = Ccr + Cgs + 1/((1/Cgd) + (l/(Clc + Cst))). (1) 

Fur die in den Fig. 1 bis 3 dargestelite LCD vom Zusatzkapazitatstyp kann hingegen die Kapazitat der 
Gate-Verdrahtung (Cad) durch die folgende Gleichung(2) erhalten werden: 

Cad - Cin + l/((!/Cst) + (1/(CIc + Cgs))). (2) 

Ein Vergleich der obigen Gieichungen (1) und (2) ergibt, daB die Gate-Leitungskapazitat fUr eine LCD vom 
Zusatzkapazitatstyp urn ein Mehrfaches grdBer ist als diejenige einer LCD vom Speicherkapazitatstyp. Folglich 
wird beim Betrieb der Gate-Leitungder LCD vom Zusatzkapazitatstyp deren Last erhoht, was die Gate-Verzo- 
gerung vergroBert 

Aus obigem folgt, daB es, obgleich der HerstellungsprozeB bei der LCD vom Zusatzkapazitatstyp vereinfacht 
ist, aufgrund der Gate-Verzogerung, da ja die Gate-Verdrahtungskapazitat groB ist, schwierig ist, ein gleichma- 
Biges Bild zu erzieien. Demgegenuber ist zwar die Gate-Verdrahtungskapazitat der LCD vom Speicherkonden- 
satortyp gering. Jedoch verringert die Bildung der ersten Elektrode des Speicherkondensators unter Verwen- 
dung eines lichtundurchlassigen MetaJls, was den Herstellungsvorgang derselben vereinfacht, das Offnungsver- 
haltnis betrachtlich. Die Verwendung eines transparenten Materials bei der Erzeugung der ersten Elektrode des 
Speicherkondensators verbessert zwar das Offnungsverhaltnis, macht jedoch einen zusatzlichen ProzeBschritt 
notwendig. Beide LCDs vom Hilfskondensatortyp weisen zudem zahlreiche Kreuzungspunkte der Verdrah- 
tungsschichten auf, was die Gefahr fur Unterbrechungsdefekte oder Kurzschlusse der Verdrahtung erhoht. 

Um erne Verbesserung hinsichtlich der Probleme zu erreichen, die sich fiir die oben erwahnte Flussigkristall- 
anzeige vom Zusatzkapazitatstyp (Fig. I bis 3) sowie fiir diejenige vom Speicherkapazitatstyp mit unabhangiger 
Verdrahtung (Fig. 4 bis 6) auftreten, haben S. S. Kim et al. (einschlieBlich einer der jetzigen Erfinder) eine 
Erfindung angegeben, bei der die LCD-Kondensatoren eines Speicherkapazitatstyps beinhaltet, die mit einer 
Ringelektrode gestaltet sind, die einer zugehorigen transparenten Bildpunkteiektrode gegenuberliegt und selbi- 
ge nngformig umgibt, siehe die US-Patentanmeldung Nr. 07/934.396 bzw. DE 42 19 665 Al. Die dort offenbarte 
LCD wird nachfolgend unter Bezugnahme auf die Fig. 7 und 8 erlautert Hierbei bezeichnen gleiche Bezugszei- 
chen die gleichen Komponenten wie in den Fig. 1, 2, 4 und 5. 

Wie aus einem Vergleich der Fig. 7 mit den Fig. 1 und 4 ersichtiich ist, wird die in Fig. 7 gezeigte LCD mit 
aktiver Matrix nach der herkommlichen Methode hergestellt, mit der Ausnahme, daB die Anordnung der ersten 
Elektroden (10) der zu jeweiligen Bildpunktelektroden (4) gehorigen Speicherkondensatoren (Cs), d. h. Konden- 
satoren vom Speicherkapazitatstyp, derart geandert ist, daB jede erste Elektrode (10) im Randbereich der 
Bildpunkteiektrode (4) angeordnet ist, um das Offnungsverhaltnis und das Kontrastverhaltnis der LCD vergli- 
chen mit der herkommlichen LCD zu erhohen. Genauer gesagt ist die Iichtundurchlassige Metallschicht, aus der 
die Anzeigesignalleitungen (5a) und die ersten Elektroden (10) der Speicherkondensatoren (Cs) gebildet sind 
derart strukturiert, daB die ersten Elektroden (10) der Speicherkondensatoren (Cs) im wesentlichen ihre jeweils 
zugeordneten Bildpunktelektroden (4) umgeben und bevorzugt nur mit einem randseitigen Bereich derselben 
Uberlappen (d. h. darunterliegen). Wie deutlicher in Fig. 8 (ein Schnitt entlang der Linie VI-VI der Fig. 7) zu 
erkennen ist, ist die erste Elektrode (10) des Kondensators (Cs) im wesentlichen unterhalb der auf der innenseite 
des frontseitigen Glastragers (101) vorgesehenen Lichtabschirmschicht-Matrix (20) angeordnet und erstreckt 
sich mcht bis zur Umrandung der Offnungsflache, wodurch das Offnungsverhaltnis verglichen mit demjenigen 
der herkommlichen LCD mit aktiver Matrix betrachtlich erhoht ist 

Zusatzlich dient die entlang des Randbereiches jeder zugehorigen Bildpunkteiektrode (4) gebildete erste 
Elektrode (10) jedes Kondensators (Cs) ais eine zus&tzliche Lichtabschirmschicht, wie in Fig. 8 illustriert ist. Das 
bedeutet, daB die erste Elektrode (10) die Menge an Streulicht minimiert, das aus dem auBerhalb der Umrandung 
der Offnungsflache gelegenen Fiussigkristallbereich komrnend durch die Offnungsflache des frontseitigen Glas- 
tragers (101) hindurchtritt. 

Im Fall der in Fig. 2 dargestellten herkommlichen LCD mit aktiver Matrix ist ersichtiich, daB jedwedes 
Fremdhcht, das den frontseitigen Glastrager (101) mit einem Einfallswinkel groBer als 0i erreicht, durch die 
Offnungsflache des frontseitigen Glastragers (101) hindurchtritt. Im Fall der LCD nach der US-Patentanmeldung 
Nr. 07/934396 tritt hingegen nur Fremdlicht durch die Offnungsflache des frontseitigen Glastragers hindurch, 
daB auf den frontseitigen Glastrager mit einem Einfallswinkel groBer als 0 2 einfallt, wie in Fig. 8 illustriert ist 
Zusatzliches Licht (oder Streulicht), welches unter einem Winkel kieiner als 0 2 zum frontseitigen Glastrager 
einfallt, wird durch die erste Elektrode (10) des benachbarten Speicherkondensators abgefangen. Verglichen mit 
der zuvor erwahnten, bekannten LCD mit aktiver Matrix reduziert daher die LCD nach der US-Patentanmel- 
dung Nr. 07/934396 die Menge an durch die Offnungsflache des frontseitigen Glastragers (101) hindurchtreten- 
dem Streuhcht um einen Betrag, der proportional zur Differenz zwischen 0 2 und 0i ist, was das Kontrastver- 
haltnis betrachtlich erhoht 

Zwar stellt die Flussigkristallanzeige mit den Speicherkondensatoren mit ringformiger Elektrode eine Verbes- 
serung hinsichdich der Anzeigeeigenschaften dar t d. hn ein besseres Offnungsverhaltnis, ein vergroBertes Kon- 
trastverhaltnis etc. Jedoch konnen aufgrund des Auftretens von Verunreinigungen oder eines schwach isolieren- 
den Films an Verdrahtungskreuzungen (Kreuzungspunkte der Abtastsignaileitungen (1) und der Anzeigesignal- 
leitungen (5a)) Leiterbahnunterbrechungen in den Abtastsignaileitungen (1) und/oder KurzschiQsse zwischen 
den Abtastsignaileitungen (1) und den Anzeigesignalleitungen (5a) entstehen, was die Ausbeute der hergestellten 
Fliissigkristallanzeigen betrachtlich verringert 

Um die Schwierigkeiten von Leiterbahnunterbrechungen in Abtastsignaileitungen (1) und/oder Kurzschlus- 
sen zwischen Abtastsignaileitungen (1) und Anzeigesignalleitungen (5a) ohne Verringerung des Offnungsver- 
haltnisses und des Komrastverhaltnisses zu uberwinden, wird in der US-Patentanmeldung Nr. 08/070.717 und 
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entsprechend in DE 43 18 028 AJ eine Erfindung angegeben, bei der in jeder Zeile benachbarte erste Elektroden 
der Kondensatoren unter Verwendung von Redundanz-Verbindungsleitern elektrisch miteinander verbunden 
sind oder bei der die LCD fur jeden Bildpunkt verdoppelte Abtastsignalleitungen aufweist, die mit diesen ersten 
Elektroden der Kondensatoren elektrisch verbunden sind. 
5 Fig. 9 zeigt eine Bildpunktanordnung einer Flussigkristallanzeige gemaB einer Ausfiihrungsform der dort 
offenbarten Erfindung, wobei die gleichen Bezugszeichen wie diejenigen in den Fig. 1 bis 8 die gleichen Kompo- 
nenten bezeichnen. 

Bezugnehmend auf Fig. 9 entspricht die Flussigkristallanzeige derjenigen von Fig. 7 mit einer ringformig 
strukturierten Kondensatorelektrode, rait der Ausnahme, daB zwischen den ersten Elektroden (10) der Speicher- 

10 - kondensatoren, die in jedem Biidpunktbereich derart gebildet sind, daB die ersten Elektroden (10) der Speicher- 
kondensatoren (Cs) im wesentliehen ihre zugehorigen Bildpunktelektroden (4) umgeben, ein Redundanz-Verbin-. 
dungsbereich (12) angeordnet ist. Die Redundanz-Verbindungsbereiche(12), die zwischen den ersten Elektroden 
(10) aller Speicherkondensatoren verbindend vorgesehen sind, werden gleichzeitig mit dem Muster fur die 
ersten Elektroden (10) gebildet und uberschneiden sich mit den Anzeigesignalleitungen (5a), wobei eine dielek- 

15 trische Schicht dazwischengefugt ist 

Fig. 10 zeigt eine Bildpunktanordnung einer Flussigkristallanzeige gemaB der anderen Ausfiihrungsform der 
dortigen Erfindung, wobei gleiche Bezugszeichen wie diejenige in den Fig. 1 bis 8 gleiche Komponenten 
bezeichnen. 

Unter Bezugnahme auf Fig. 10 entspricht diese Flussigkristallanzeige weitgehend der in Fig. 7 gezeigten mit 

20 ringformig strukturierter Kondensatorelektrode. Die in Fig. 10 dargestellte Flussigkristallanzeige ist dadurch 
charakterisiert, daB ihre Abtastsignalleitungen verdoppelt sind und erste Abtastsignalleitungen (la) sowie zwei- 
te Abtastsignalleitungen (lb) enthalt, im Gegensatz zu der Bildpunktanordnung der in Fig. 7 gezeigten, oben 
beschriebenen Flussigkristallanzeige. Eine Mehrzahl von Abtastsignalleitungen, die jeweiis aus einem Elektro- 
denpaar einer ersten Abtastsignalleitung (la) und einer zweiten Abtastsignalleitung (lb) bestehen, sind in 

25 vorbestimmten Abstanden angeordnet Die Bildpunktbereiche sind hierbei innerhalb jeweiis einer ersten und 
einer zweiten Abtastsignalleitung (la, lb) sowie zwei Anzeigesignalleitungen (5a) festgelegt 

DarUber hinaus ist vergiichen mit Fig. 7 der als Schaltelement verwendete Dunnschichttransistor TFT nicht 
auf einem integralen, lappenformigen, vorstehenden Abschnitt einer zugehorigen Abtastsignalleitung (1), son- 
dern auf der ersten Abtastsignalleitung (la) gebildet Um zu der ersten Abtastsignalleitung (la) zu passen und 

30 dadurch das Offnungsverhaltnis der Flussigkristallanzeige zu maximieren, ist die Gate-Elektrode des Dunn- 
schichttransistors um 90° gedreht angeordnet. 

In der obigen, in den Fig. 9 und 10 gezeigten Flussigkristallanzeige sind die Redundanz-Verbindungsbereiche 
zum Verbinden der ersten Elektroden der Kondensatoren oder die zweifachen Abtastsignalleitungen durch eine 
einfache Anderung der Strukturauslegung gebildet, ohne daB ein zusatzlicher ProzeBschritt erforderlich ist Die 

35 erste Elektrode ist als Ringtyp gestaltet, was die Benutzung einer maximalen Bildpunktflache ermSglicht und 
somit das Offnungsverhaltnis der LCD erhoht Da die erste Elektrode des Speicherkondensators als eine 
zusatzliche Lichtabschirmschicht fungiert, wird auBerdem das Kontrastverhaltnis betrachtlich gesteigert 

Zusatzlich ist ein Redundanz-Verbindungsbereich zur Verbindung der ersten Elektroden der Kondensatoren 
untereinander gebildet oder die Abtastsignalleitungen sind verdoppelt, so daB Unterbrechungs- und Kurz- 

40 schluBdefekte der Abtastsignalleitung in den Kreuzungsbereichen der Verdrahtungen vermindert bzw. repariert 
werden konnen. Bezugnehmend auf Fig. 1 0 tritt beispieisweise ein Unterbrechungsdefekt beziiglich einer Anzei- 
gesignalelektrode (5a) auf, wenn Unterbrechungen in den Kreuzungsbereichen mit der ersten und der zweiten 
Abtastsignalelektrode (la, lb) auftreten, jedoch nicht, wenn eine Unterbrechung entweder nur mit der ersten 
Abtastsignalelektrode (la) oder nur mit der zweiten Abtastsignalelektrode (lb) auf tritt Wenn andererseits ein 

45 KurzschluB zwischen einer der beiden Abtastsignalelektroden (la, lb) und der Anzeigesignalelektrode (5a) 
auftritt, kann ein solcher KurzschluBdefekt mittels Durchtrennen der Signalleitung beidseits des Kreuzungsbe- 
reiches, in welchem der KurzschluB aufgetreten ist, repariert werden. Da die Abtastsignalelektrode doppelt 
vorhanden ist, kann ein derartiger KurzschluBdefekt auf einfache Weise behoben werden. 

Der Erfindung liegt als technisches Problem die Bereitstellung einer Flussigkristailanzeigeeinrichtung, die ein 

so hohes Offnungsverhaltnis und ein hohes Kontrastverhaltnis aufweist, ein helles und gleichmaBiges Bild liefert 
und mit hoher Ausbeute herstellbar ist, sowie eines Verfahrens zu deren Herstellung zugrunde. 

Dieses Problem wird durch eine Flussigkristallanzeigeeinrichtung mit den Merkmaien des Patentanspruches 1 
oder 31 sowie durch ein Herstellungsverfahren mit den Merkmaien des Patentanspruchs 25, 30 oder 45 gelost 
Bei der ersten Losungsvariante gemaB Anspruch 1 ist die erste Elektrode eines Speicherkondensators ringfor- 

55 mig gestaltet und besitzt eine von den Abtastsignalleitungen unabhangige Ansteuerungsverdrahtung, was 
Defekte aufgrund von Leiterbahnunterbrechungen und/oder -kurzschliissen reduzient Bei der weiteren Lo- 
sungsmoglichkeit gemaB Paten tanspruch 31 sind kombiniert sowohl Kondensatoren vom Zusatzkapazitatstyp 
als auch Kondensatoren vom Speicherkapazitatstyp vorgesehen, wobei die ersten Elektroden der Kondensato- 
ren vom Speicherkapazitatstyp unabhangig von den Abtastsignalleitungen iiber eine eigene Verdrahtung an- 

60 steuerbar sind. Diese Losung ist besonders zur Reduzierung der RC-Zeitkonstante geeignet, wodurch sich ein 
besonders gleichmaBiges Bild erzielen IaBt 

Zur Herstellung konnen die ersten Elektroden der Kondensatoren jeweiis durch eine geeignete, einfache 
Veranderung des Strukturierungsmusters wahrend der Bildung der Abtastsignalleitungen oder von Bondinseln 
erzeugt werden, ohne daB ein zusatzlicher ProzeBschritt erforderlich ist, was den Herstellungsvorgang verein- 

65 facht Die Bildung der ersten Elektroden mit ringformiger Gestalt erlaubt die Ausnutzung eines maximalen 
Bildpunktbereiches, was das Offnungsverhaltnis fur die LCD erhoht. In den Fallen, in denen die erste Elektrode 
der Speicherkondensatoren als zusatzliche Lichtabschirmschicht dient, werden das Kdhtrastverhaltnis und die 
Effektivitat der Lichtausbeute betrachtlich erhoht Die Ausbildung der ersten Elektroden der Kondensatoren 



6 



DE 44 07 043 Al , - 



vom Speicherkapazitatstyp vom Typ mit unabhangiger Verdrahtung verbessert zudem den Freiraum hinsicht- 
lich der Wahl des ansteuernden Impulssignals fiir die Flussigkristallanzeige und reduziert die RC-Verzogerung. 
Die Duplizierung der Verbindungsbereiche zum Verbinden der ersten Kondensatorelektroden untereinander 
kann die Anzahl von Unterbrechungs- und KurzschluBdefekten auf den Ansteuerleitungen fiir die ersten 
Eiektroden, wie sie in den Kreuzungsbereichen der Leiterbahnen auftreten konnen, verringern und deren 
Reparatur ermoglichen, was die Ausbeute fur die hergestellten LCDs betrachtlich erhoht. Des weiteren wird bei 
der Flussigkristallanzeige, die erste Eiektroden sowohl vom Zusatzkapazitatstyp ais auch vom Speicherkapazi- 
tatstyp aufweist, die Gate-Verdrahtungskapazitat vergltchen mit einer Flussigkristallanzeige, die lediglich Kon- 
densatoren vom Zusatzkapazitatstyp aufweist, herabgesetzt, was wiederum die RC-Zeitkonstante verringert. 

Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den Unteranspriichen und in Verbindung mit 
der nachfolgenden Beschreibung erfindungsgemaBer Ausfiihrungsbespiele. Bevorzugte, nachfolgend beschrie- 
bene Ausfiihrungsformen der Erfindung sowie die zu deren besserem Verstandnis eingangs beschriebenen, 
herkommlichen Ausfiihrungsformen sind in den Zeichnungen dargestellt. Es zeigen: 

Fig. 1 eine Bildpunktanordnung einer herkommlichen Flussigkristallanzeige mit Kondensatoren vom Zusatz- 
kapazitatstyp, 

Fig. 2 eine Querschnittsansicht entlang der Linie II-II der Fig. 1 ( 

Fig. 3 ein Ersatzschaltbild des in den Fig. 1 und 2 gezeigten LCD-Bauelementes des herkommlichen Typs mit 
Kondensatoren vom Zusatzkapazitatstyp, 

Fig. 4 eine Bildpunktanordnung einer herkommlichen Flussigkristallanzeige mit parallel zu den FlQssigkri- 
stallzellen gebildeten Kondensatoren vom Speicherkapazitatstyp mit unabhangiger Verdrahtung, 

Fig. 5 eine Querschnittsansicht entlang der Linie IV- IV der Fig. 4, 

Fig. 6 ein Ersatzschaltbild des in den Fig. 4 und 5 gezeigten LCD-Bauelementes des herkommlichen Typs mit 
Kondensatoren vom Speicherkapazitatstyp, 
Fig. 7 eine Bildpunktanordnung einer herkommlichen, in DE 42 19 665 Al offenbarten Flussigkristallanzeige, 
Fig. 8 eine Querschnittsansicht entlang der Linie VI- VI der Fig. 7, 

Fig. 9 eine Bildpunktanordnung einer herkommlichen, in DE 43 18 028 Al offenbarten Flussigkristallanzeige, 
Fig. 10 eine Bildpunktanordnung einer herkommlichen, ebenfalls in DE 43 18 028 Al offenbarten Flussigkri- 
stallanzeige, 

Fig. 1 1 eine Bildpunktanordnung einer ersten erfindungsgemaBen Flussigkristallanzeige, 
Fig. 12 eine Querschnittsansicht entlang der Linie D-D' der Fig. 1 1, 
Fig. 13 eine Querschnittsansicht entlang der Linie E-E' der Fig. 1 1, 

Fig. 14 eine Bildpunktanordnung einer zweiten erfindungsgemaBen Flussigkristallanzeige, 
Fig. 15 eine schematische Funktionsdarsteliung zur Erlauterung der Wirkungsweise der zweiten erfindungs- 
gemaBen Ausfuhrungsform, 

Fig. 16 eine Bildpunktanordnung einer dritten erfindungsgemaBen Flussigkristallanzeige, 
Fig. 1 7 eine Querschnittsansicht entlang der Linie F-F' der Fig. 16, 
Fig. 18 ein Ersatzschaltbild der in den Fig. 16 und 17 gezeigten Fliissigkristallenzeige, 
Fig. 19 eine Bildpunktanordnung einer dritten erfindungsgemaBen Flussigkristallanzeige und 
Fig. 20 eine Bildpunktanordnung einer funften erfindungsgemaBen Flussigkristallanzeige. 
Nachfolgend werden die erfindungsgemaBen Ausfiihrungsformen im Detail unter Bezugnahme auf die zuge- 
horigen Zeichnungen beschrieben, wobei funktionsgleiche Elemente der verschiedenen herkommlichen und 
erfindungsgemaBen Ausfiihrungsformen jeweils mit demselben Bezugszeichen versehen sind. 

Bezugnehmend auf das erste erfindungsgemaBe Beispiel sind in Fig. 11 ein einzelner Bildpunktbereich sowie 
Teile von den diesen umgebenden, benachbarten Bildpunkten dargestellt In der kompletten LCD sind Zeilen 
einer Anzahl von Abtastsignalleitungen (1) und dazu orthogonale Spalten einer Anzahl von Anzeigesignalleitun- 
gen (5a) in einer Matrixkonfiguration angeordnet Ein Bildpunkt ist folglich durch jeweils einen der von diesen 
zwei Arten von Leitungen begrenzt en Be reiche gegeben. In jedem Bildpunktbereich sind ein Speicherkondensa- 
tor (Cs), ein Dunnschichttransistor (TFT) ais Schaltelement, ein lichtdurchlassiger Bereich (Offnungsflache), eine 
transparente Bildpunktelektrode (4) sowie eine Farbfilterschicht (21) vorgesehen. Wie aus Fig. 11 hervorgeht, ist 
die erste Elektrode (10) des Speicherkondensators (Cs) (ais ein Kondensator vom Speicherkapazitatstyp) ohne 
mit den Abtastsignalleitungen (5a) verbunden zu sein, eigenstandig derart ausgebiidet, daB sie in jedem Bild- 
punktbereich die Bildpunktelektrode (4) umgibt. Des weiteren sind benachbarte erste Eiektroden (10) in benach- 
barten Bildpunktbereichen miteinander liber Verbindurigsabschnitte (14) gemaB dem Typ mit unabhangiger 
Verdrahtung verbunden, wobei sie von einer anderen Treiberschaltung angesteuert werden ais die Abtastsignal- 
leitungen (1). Die Anzeigesignalleitung (5a) ist hierbei innerhalb eines Leiterbahnkreuzungsbereiches (16), in 
welchem die Anzeigesignalleitung (5a) den verdrahtenden Verbindungsbereich (14) zwischen benachbarten 
ersten Eiektroden (10) der Speicherkondensatoren kreuzt, von dem verdrahtenden Verbindungsbereich (14) 
durch Zwischenfugung einer Isolationsschicht elektrisch isoliert 

Auf der Abtastsignalleitung (1) ist ein invers gestufter TFT ais Schaltelement unter Verwendung der Abtastsi- 
gnalleitung (1) ais Gate-Elektrode gebildet, urn Qber die Anzeigesignalleitung (5a) ein elektrisches Signal an die 
Bildpunktelektrode (4) anzulegen, wobei diese TFT-Anordnung die Bildpunktflache so groB wie moglich halt. 
Anstelle des invers gestuften TFT kann auch eine Dunnschichtdiode (TFD), beispielsweise bestehend aus einer 
Metall/Isolator/MetalI-Beschichtung(MIM) mit zwei Anschlussen, verwendet werden. 

Unter Einbeziehung von Fig. 12 wird nun das Verfahren zur Herstellung dieser Flussigkristallanzeige naher 
erlautert. 

Ais erstes wird nach Bereitstellung eines (nicht gezeigten) ruckseitigen Glastragers fur die Flussigkristallan- 
zeige eine Kontaktmetallschicht gebildet und anschlieBend strukturiert, urn (nicht gezeigte) Bondinseln zum 
Kontaktieren der Anzeigesignalleitungen (5a) und der Abtastsignalleitungen (1) mit einer Treiberschaltung zu 
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erzeugen. Die Kontaktmetallschicht wird hierbei durch Abscheiden von Chrom in einer Dicke von ungefahr 
200 nm gebildet. Danach wird Aluminium auf die Vorderseite des ruckseitigen Glastragers in einer Dicke von 
nicht mehr als 400 nm aufgebracht, urn eine Metallschicht zu bilden, die so strukturiert wird, daB gleichzeitig die 
Abtastsignalleitungen ( t) und die ersten Elektroden (10) der Speicherkondensatoren entstehen. Wie in Fig. 1 1 zu 

5 erkennen, ist die erste Elektrode (10) jedes Speicherkondensators mit einer ringformigen Struktur gebildet, 
wobei sich die erste Elektrode ausreichend nahe des Randes des Bildpunktbereiches erstreckt, urn einen maxi- 
malen Bildpunktbereich zur Verfiigung zu haben. Gleichzeitig werden auch die verdrahtenden Verbindungsbe- 
reiche (14) zur Verbindung zwischen den ersten Elektroden (10) benachbarter Kondensatoren erzeugt Hierbei 
kann jeder verdrahtende Verbindungsbereich (14) in einem mittleren Bereich der ersten Elektrode (10) t wie in 

io Fig. 11 gezeigt, oder in einem Seitenbereich derselben angeordnetsein. 

Zur Vereinfachung des Herstellungsvorgangs konnen die ersten Elektroden (10) der Speicherkondensatoren 
unter Verwendung desselben Materials wie fur die Kontakte gebildet werden. Die ersten Elektroden (10) 
werden dann nach Aufbringen der Kontaktmetallschicht gleichzeitig mit der Strukturierungder Kontaktrnetali- 
schicht erzeugt- Alternativ konnen die ersten Elektroden (10) der Speicherkondensatoren mittels eines von 

15 demjenigen zur Erzeugung der Abtastsignalleitungen (1) verschiedenen Schritt gebildet werden, indem ein von 
demjenigen, das fur die Abtastsignalleitungen (1) verwendet wird, verschiedenes Metall benutzt wird. Da die 
erste Elektrode (10) des Kondensators, wie weiter unter beschrieben, als eine Lichtabschirmschicht dient, ist sie 
aus einem lichtundurchlassigen leitfahigen Material aufzubauen. Die erste Elektrode (10) kann aus einer Mehr- 
schichtstruktur oder durch Verwendung einer Legierung gebildet werden, solange diese ein lichtundurchlassiges, 

20 leitfahiges Material enthalten. 

Wenn die Abtastsignalleitungen (1) oder die ersten Elektroden (10) aus Aluminium bestehen, konnen die 
Oberflachen der Elektroden anschlieBend unter Verwendung eines Anodenoxidprozesses mit einem Aluminium- 
oxidfilm (AI2O3) bedeckt werden, dessen Dicke nicht mehr als 200 nm betragt, um die elektrischen Eigenschaften 
in der Bildpunktelektrode (4), im Kreuzungsbereich (16) und im TFT zu verbessern. 

25 AnschlieBend werden unter Verwendung eines chemischen Gasphasenabscheidungsverfahrens (CVD) eine 
Isolationsschicht (2) aus Siliziumnitrid (SiN x ) und eine Halbleiterschicht (3) aus amorphem, hydrogenisiertem 
Silizium (a-Si:H) in einer Dicke von ungefahr 300 nm oder weniger bzw. 200 nm oder weniger gebildet. Auf das 
zuvor abgeschiedene a-Si:H wird n-dotiertes a-Si:H (n + a-Si:H) aufgebracht, um eine ohmsche Schicht mit einer 
Dicke von ungefahr 50 nm zu bilden. Daraufhin wird, wie in Fig. 1 1 gezeigt die Halbleiterschicht (3) strukturiert, 

30 um einen Flachenbereich festzulegen, in welchem die Schaltelernente auf den Abtastsignalleitungen (1) oder auf 
diesen naheliegenden Bereichen anzuordnen sind. 

Die Isolationsschicht (2) auf den (nicht gezeigten) Bondinseln wird nachfolgend beseitigt, und ein transparen- 
tes leitfahiges Material, z. B. ITO, wird in einer Dicke von ungefahr 50 nm oder weniger mittels eines Sputterver- 
fahrens abgeschieden und zur Bildung der Bildpunktelektroden(4) strukturiert Jede Bildpunktelektrode (4) wird 

35 hierbei so strukturiert daB sie mit der im vorangegangenen Schritt gebildeten ersten Elektrode (10) des 
Speicherkondensators in einer vorgegebenen Breite uberlappt, wobei die Isolationsschicht (2) zwischen diesen 
liegt. Durch die Zwischenfiigung der Isolationsschicht (2) als ein dielektrisches Material zwischen die erste 
Elektrode (10) des Speicherkondensators und die Bildpunktelektrode (4) entsteht ein Kondensator, so daB ein 
iiber die Anzeigesignalleitung (5a) eingegebenes Spannungssignal fur eine vorbestimmte Zeitdauer gehalten 

40 wird, bis das nachfolgende Eingabesignal eintrifft 

Daraufhin werden nacheinander Chrom und Aluminium ganzflachig auf dem Substrat in einer Dicke von 
ungefahr 50 nm oder weniger bzw. 500 nm oder weniger mittels eines Sputterverfahrens abgeschieden und dann 
zur Bildung der Anzeigesignalleitungen (5a), der Source-Elektroden (5b) und der Drain-Elektroden des TFTs 
strukturiert. AnschlieBend wird eine Schutzschicht (6) aus Siliziumnitrid ganz flachig auf das Substrat in einer 

45 Dicke von ungefahr 400 nm mittels eines CVD-Verfahrens aufgebracht, wodurch die Herstellung des unteren 
Substrats der LCD vervollstandigt ist. 

Dieses untere LCD-Feld beinhaltet, wie aus Fig. 13 zu erkennen, auf einem ruckseitigen Glastrager (100) in 
derselben horizontalen Ebene angeordnete Abtastsignalleitungen (1) und erste Elektroden (10) der Speicherkon- 
densatoren, eine auf dem mit den Abtastsignalleitungen (1) und den ersten Elektroden (10) versehenen ruckseiti- 

50 gen Glastrager (100) aufgebrachte, transparente Isolationsschicht (2), eine in jedem Bildpunktbereich derart 
ausgebildete Bildpunktelektrode (4), daB sie in einem vorgegebenen MaB teilweise mit der ersten Elektrode (10) 
des zugehorigen Kondensators uberlappt, sowie eine darauf aufgebrachte Schutzschicht (6). Selbstverstandlich 
wird auf die Schutzschicht (6), wie in der LCD-Technik iiblich, in einem nachfolgenden Schritt eine (nicht 
gezeigte) Orientierungsschicht zur Orientierung des Fliissigkristalls aufgebracht 

55 Das obere LCD-Feld wird dadurch gebildet, daB zunachst durch Erzeugung einer Lichtabschirmschicht (20) 
auf der Innenseite des transparenten vorderseitigen Glastragers (101) als Matrizen entlang des Randes jeder 
Bildpunktflache die Offnungsflache der LCD festgelegt wird und daraufhin die Lichtabschirmschicht (20) und die 
freiliegende Offnungsflache mit einer Farbfilterschicht (21) bedeckt sowie dann nacheinander eine herkommli- 
che Schutzschicht (22) und eine transparente, obere; gemeinsame Elektrode (23) aufgebracht werden, was die 

60 Mehrschichtstruktur vervollstandigt 

Das untere und das obere LCD-Feld, wie oben beschrieben, werden durch geeignete Tragstifte gehalten, und 
der Flussigkristall wird zwischen die Felder eingebracht Die Felder werden dann abgedichtet, wonach die LCD 
vervollstandigt ist 

Wie aus den Fig. 1 1 bis 13 zu erkennen ist, spielen bei dieser LCD die ersten Elektroden (10) der Kondensato- 
65 ren, die auf dem ruckseitigen Glastrager gebildet sind, die Rolle einer zweiten Lichtabschirmschicht in Verbin- 
dung mit der ersten Lichtabschirmschicht (20), die auf dem frontseitigen Glastrager (101 ) angeordnet ist Folglich 
wird das Streulicht reduziert und damit das Kontrastverhaltnis erhdht, was im Ergebnis die Anzeigecharakteri- 
stika der LCD verbessert 
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Das in Fig. 14 dargestellte zweite erfindungsgemaBe Beispiel einer Flussigkristallanzeige entspricht dem in 
den Fig. 1 1 bis 13 dargestellten mit der Ausnahme, daB der Verbindungsbereich zwischen den ersten Elektroden 
(10) benachbarter Kondensatoren in einen ersten und einen zweiten Verbindungsbereich (14a, 14b) aufgeteiit 
unddamit im Vergleichzu der in den Fig. 11 bis I3gezeigten LCD verdoppelt ist. 

Bezugnehmend auf Fig. 11 kann es bei dem dortigen Beispiel vorkommen, daB eine Unterbrechung im 
Leiterbahnkreuzungsbereich (16), wo sich der verdrahtende Verbindungsbereich (14) zur Verbindung der ersten 
Elektroden (10) benachbarter Speicherkondensatoren mit der Anzeigesignalleitung (5a) kreuzt, oder ein Kurz- 
schluB des verdrahtenden Verbindungsbereichs (14) mit der Anzeigesignalleitung (5a) aufgrund von Verunreini- 
gungseinschlussen in der zwischenliegenden Isolationsschicht (2) oder aufgrund einer unzureichenden Stufenbe- 
deckung der diese Schichten bildenden Metallschicht auftritt, was die Herstellungsausbeute herabsetzt. Die 
Flussigkristallanzeige gemaB Fig. 14 zielt darauf ab, diese Schwierigkeit zu uberwinden. 

Aufgrund der Verdoppelung der verdrahtenden Verbindungsbereiche (14a, 14b) erhoht sich bei der Flussigkri- 
stallanzeige nach Fig. 14 entsprechend die Anzahl der Leiterbahnkreuzungsbereiche (16a, 16b), was den Ver- 
drahtungswiderstand und die parasitare Kapazitat erhoht Dieses Problem kann dadurch gelost werden, daB die 
gesamte Linienbreite (die Summe der Linienbreiten) der ersten und der zweiten verdrahtenden Verbindungsbe- 
reiche (14a, 14b) so groB gewahlt wird wie die Linienbreite des einzelnen verdrahtenden Verbindungsbereichs 
(14) in Fig. 11. 

Die in Fig. 14 gezeigte Flussigkristallanzeige kann auf dieselbe Weise hergestellt werden, wie dies in Verbin- 
dung mit den Fig. 11 bis 13erlautertwurde,mitder Ausnahme, daB bei der Erzeugung der ersten Elektroden (10) 
der Speicherkondensatoren mit der ringfdrmigen Struktur die ersten und zweiten verdrahtenden Verbindungs- 
bereiche (14a, 14b) erzeugt werden, indem sie zwischen die ersten Elektroden (10) benachbarter Kondensatoren 
eingeschleift sind. 

Anhand der schematischen Funktionsskizze von Fig. 15 lafit sich veranschaulichen, wie bei diesem Ausfuh- 
rungsbeispiei die doppeiten Verdrahtungsverbindungsbereiche (14a, 14b) Defekte wie Unterbrechungen und 
Kurzschlusse zu reparieren vermogen. die in den Kreuzungsbereichen der ersten und zweiten verdrahtenden 
Verbindungsbereiche (14a, 14b) mit den Anzeigesignalleitungen (5a) auftreten konnen. 

Das Bezugszeichen (18) bezeichnet hierbei eine einzelne Leiterbahn zum AnschluB der ersten Elektroden der 
Speicherkondensatoren an die (nicht gezeigte) TC-Treiberschaltung. Die Bezugszeichen (14a') und (14b') be- 
zeichnen die Doppellinien zur Ansteuerung der durch die ersten und zweiten verdrahtenden Verbindungsberei- 
che (14a, 14b) verbundenen ersten Elektroden der Speicherkondensatoren. Mit Pfeilen ist der SignalstromfiuB 
markiert, wie er sich ergibt, wenn lediglich einer der ersten und zweiten Verdrahtungsverbindungsbereiche (14a, 
14b) unterbrochen oder kurzgeschlossen ist, und das Bezugszeichen (5a) markiert die Anzeigesignalleitungen. In 
einem Bereich (A) ist der Fail demonstriert, daB der erste Verdrahtungsverbindungsbereich (14a) an einem 
Kreuzungspunkt desselben mit. einer Anzeigesignalleitung (5a) unterbrochen ist. In einem Bereich (B) ist der Fall 
dargestellt, daB sowohl der erste als auch der zweite Verdrahtungsverbindungsbereich (14a, 14b) unterbrochen 
ist. In einem Bereich (C) ist der Zustand gezeigt, bei dem ein KurzschiuB zwischen dem zweiten verdrahtenden 
Verbindungsbereich (14b) und einer Anzeigesignalleitung (5a) vorliegt. Ein Bereich (D) zeigt den reparierten 
Zustand eines Kurzschiusses der im Bereich (C) gezeigten Art. 

Es ergibt sich daraus, daB lediglich im Fall des Bereichs (B) ein endgultiger Ausfall vorliegt, indem sowohl der 
erste als auch der zweite Verdrahtungsverbindungsbereich unterbrochen ist Die Gesamtwahrscheinlichkeit 
ernes derartigen endgukigen Unterbrechungsdefektes ist folgiich verringert. AuBerdem konnen aufgrund der 
Verdoppelung der Verdrahtungsverbindungsbereiche die Kurzschlusse repariert werden, indem die betreffende 
Ansteuerleitung fur den Kondensator beidseits des Kreuzungsbereichs der Leiterbahnen im Bereich (C) mittels 
eines Laserstrahls durchtrennt wird. 

In der in den Fig. 1 1 bis 14 gezeigten Flussigkristallanzeige sind die ersten Elektroden der Speicherkondensa- 
toren in jedem Bildpunktbereich in Zeilenrichtung miteinander verbunden, d. h. die Verdrahtungsverbindungs- 
bereiche verlaufen parallel zu den Abtastsignalleitungen unter Kreuzung der Anzeigesignalleitungen. Die ersten 
Elektroden der Speicherkondensatoren und die Abtastsignalleitungen konnen unter Verwendung desselben 
Materials und Strukturierung einer leitfahigen Schicht gieichzeitig hergestellt werden, was den Herstellungsvor- 
gang vereinfacht. 

Die ersten Elektroden der Speicherkondensatoren in jedem Bildpunktbereich konnen jedoch auch so gebildet 
sein, daB sie in Spaltenrichtung miteinander verbunden sind. Die Verdrahtungsverbindungsbereiche kreuzen 
dann die Abtastsignalleitungen und verlaufen parallel zu den Anzeigesignalleitungen. Die Verdrahtungsverbin- 
dungsbereiche soilten jedoch von den Abtastsignalleitungen elektrisch isoliert sein. Die Abtastsignalleitungen 
und die ersten Elektroden der Speicherkondensatoren sind daher durch zwei getrennte Prozesse herzustellen. Es 
sei jedoch angemerkt, daB auch dies zum Umfang dieser Erfindung gehort. 

Bei den oben beschriebenen erfindungsgemaBen Ausfuhrungsspielen konnen die ersten Elektroden der Kon- 
densatoren durch eine einfache Anderung des Musters bei der Erzeugung der Abtastsignalleitungen oder bei der 
Erzeugung der Bondinseln gefertigt werden, ohne zusatzliche ProzeBschritte zu benotigen, so daB sich die 
Herstellung vereinfacht. Zudem wird die erste Elektrode ringfdrmig ausgebildet, wodurch eine maximale Bild- 
punktflache verfugbar ist, so daB sich das Offnungsverhaltnis der LCD erhoht. Da die erste Elektrode der 
Speicherkondensattoren als zusatzliche Lichtabschirmschicht dient, vergrSBern sich zudem das Kontrastver- 
haltnis und die Effektivitat der Lichtausnutzung betrachtlich weiterhin erhoht die Bildung der ersten Elektroden 
der Speicherkondensator vom Typ mit unabhangiger Verdrahtung den Freiraum bezuglich der Wahl des 
ansteuernden Impulssignals fur die Flussigkristallanzeige, und sie reduziert die RC-Verzogerung aufgrund der 
Reduktion der Verzogerung kann die Flussigkristallanzeige fur ein groBflachiges Bauelement verwendet wer- 
den, in welchem aufgrund der Verzogerung ein gleichmaBiges Bild nicht in einfacher Weise erreichbar ist sowie 
auch fur eine TV-Bildschirmf!ache fur vollen Farbbetrieb durch ein Analogsignal. AuBerdem vermag die Ver- 
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doppelung der Verbindungsbereiche zum Verbinden der ersten Elektroden der Kondensatoren untereinander 
Defekte aufgrund von Unterbrechungen und Kurzschlussen der Ansteuerleitungen fiir die ersten Elektroden, die 
in den Leiterbahnkreuzungsbereichen der Verdrahtungen auftreten konnen, zu vermindern und zu beheben, 
wodurch eine betrachtliche Erhohung der Ausbeute der gefertigten LCDs ermoglicht ist. 

5 Nunmehr bezugnehmend auf ein drittes erfindungsgemaBes Ausfiihrungsbeispiel ist in Fig. 16 ein einzelner 
Bildpunktbereich desseiben gezeigt In der zugehorigen vollstandigen LCD sind Zeilen einer Anzahl von 
Abtastsignalleitungen (1) und dazu orthogonale Spalten von Anzeigesignalleitungen (5a) auf einem transparen- 
ten Trager in einer Matrixkonfiguration angeordnet. Die BUdpunkte sind foiglich durch die von diesen beiden 
Arten von Leitungen begrenzten Bereiche festgelegt Fur jeden Bildpunktbereich ist eine transparente Biid- 

io punktelektrode (4) vorgesehen. Wie aus Fig. 16 zu erkennen ist, Qberlappt die Abtastsignalleitung (1) teilweise 
mit der Bildpunktelektrode(4) zur Bildung eines Kondensators vom Zusatzkapazitatstyp. Das Bezugszeichen 
(10c) markiert den Oberlappungsbereich einer Abtastsignalleitung (1), die eine erste Elektrode des Kondensa- 
tors vom Zusatzkapazitatstyp bildet. Des weiteren ist eine unabhangige Verdrahtung (11a) dergestalt vorgese- 
hen, daB sie den mittleren Teil des Bildpunktbereiches in Form einer einzelnen Leiterbahn kreuzt, wobei 

15 dazwischen eine Isolationsschicht angeordnet ist. Der Oberlappungsbereich der unabhangigen Verdrahtung 
(11a) mit der Bildpunktelektrode (4) bildet einen Kondensator vom Speicherkapazitatstyp. Das Bezugszeichen 
(lOd) markiert den Oberlappungsbereich der unabhangigen Verdrahtung (11a), der die erste Elektrode dieses 
Kondensators bildet 

In dieser Flussigkristallanzeige wird ein TFT unter Verwendung eines vorspringenden Abschnitts der Abtast- 
20 signalleitung (1) als Gate- Elektrode sowie eines vorspringenden Bereiches der Anzeigesignalleitung (5a) als 
Drain-Elektrode in der Nahe des Kreuzungsbereiches von Abtastsignalleitung (1) und Anzeigesignalleitung (5a) 
als ein Schaltelement gebildet, um die Bildpunktelektrode (4) uber die Anzeigesignalleitung (5a) mit einem 
elektrischen Signal zu beaufschlagen. Anstelle des TFTs kann, wie oben erwahnt, auch eine Dunnschichtdiode 
(TFD),, z. B. ein Bauelement mit Metall/Isoiator/Metall-Schichtung (MIM) mit zwei Anschhissen, verwendet 
25 werden. Die durch die gestrichelte Linie in der Bildpunktelektrode (4) definierte Flache bezeichnet eine- durch 
die Lichtabschirmschicht (Schwarz-Matrix) auf dem oberen Trager des Fliissigkristallanzeigefeldes definierte 
Offnungsflache. 

Nachfolgend wird in Verbindung mit Fig. 17, welche den unteren Trager des Flussigkristallenzeigefeldes im 
Querschnitt zeigt, ein Verfahren zur Herstellung dieser Fliissigkristailanzeige eriautert 

30 Nach Bereitstellung eines ruckseitigen Glastragers (100) der Flussigkristallanzeige wird darauf zunachst eine 
Kontaktmetallschicht aufgebracht, die dann zur Erzeugung von (nicht gezeigten) Bondinseln zur Kontaktierung 
der Anzeigesignalleitungen (5a) und der Abtastsignalleitungen (1) mit einer externen Treiberschaltung struktu- 
riert wird. Die Kontaktmetallschicht wird hierbei durch Abscheiden von Chrom in einer Dicke von ungefahr 
200 nm erzeugt Danach wird Aluminium in einer Dicke von nicht mehr als 400 nm auf der Vorderseite des 

35 ruckseitigen Glastragers abgeschieden, um eine Metallschicht zu bilden, durch deren Strukturierung gleichzeitig 
die Abtastsignalleitungen (1) und die ersten Elektroden (10d) der Kondensatoren vom Speicherkapazitatstyp 
gebildet werden. Jede Abtastsignalleitung (1) wird dabei so gestaltet, daB sie mit dem in einen jeweiligen 
Bildpunktbereich hineinragenden Abschnitt versehen ist Diese vorstehenden Abschnitte werden als Gate-Elek- 
troden der Dunnschichttransistoren verwendet Gleichzeitig entstehen damit auch die ersten Elektroden (10c) 

40 der Kondensatoren vom Zusatzkapazitatstyp, die jeweils von einem der zugehorigen Bildpunktelektrode (4) (die 
in einem spateren Schritt erzeugt wird) gegenuberliegenden Bereich einer Abtastsignalleitung (1) gebildet 
werden. 

Zur Vereinfachung des Herstellungsvorgangs konnen die ersten Elektroden (lOd) der Kondensatoren vom 
Speicherkapazitatstyp unter Verwendung desseiben Material wie das Kontaktmaterial gebildet werden. Dies 

45 bedeutet, daB nach Aufbringen der Kontaktmetallschicht die ersten Elektroden (10d) gleichzeitig mit der 
Strukturierung der Kontaktmetallschicht erzeugt werden. Alternativ konnen die ersten Elektroden (lOd) der 
Kondensatoren vom Speicherkapazitatstyp durch einen von demjenigen zur Bildung der Abtastsignalleitungen 
(1) verschiedenen Schritt unter Verwendung eines von demjenigen fiir die Abtastsignalleitungen (1) verschiede- 
nen Metalls hergestellt werden. Wenn die ersten Elektroden (lOd) der Kondensatoren vom Speicherkapazitats- 

50 typ unter Verwendung eines lichtundurchlassigen Metalls gefertigt werden, wird die Offnungsflache um die von 
den ersten Elektroden (lOd) belegte Flache reduziert Es ist daher bevorzugt, die ersten Elektroden (lOd) unter 
Verwendung eines transparenten leitfahigen Materials, wie ITO, herzustellen, seibst wenn in diesem Fall die 
ersten Elektroden (lOd) durch einen zusatzlichen ProzeBschritt zu erzeugen sind. 
Wenn die Abtastsignalleitungen (1) oder die ersten Elektroden (10c, lOd) aus Aluminium bestehen, konnen die 

55 Oberflachen der Leitungen oder Elektroden mittels eines Anodenoxidverfahrens mit einem Aluminiumoxidfilm 
(AI2O3) bedeckt werden, dessen Dicke nicht mehr als 200 nm betragt, um die elektrischen Eigenschaften der 
Bildpunktelektroden (4), der Kreuzungsbereiche (16) sowie der TFTs zu verbessern. 

AnschlieBend werden unter Verwendung eines chemischen Gasphasenabscheidungsverfahrens (CVD) eine 
Isolationsschicht (2) aus Siliziumnitrid (SiN x ) sowie eine Halbleiterschicht (3) aus amorphern hydrogenisiertem 

60 Silizium (s-Si:H) in einer Dicke von ungefahr 300 nm oder weniger bzw. 200 nm oder weniger aufgebracht. Auf 
das zuvor abgeschiedene a-Si:H wird n-dotiertes a-Si:H (n + a-Si:H) zur Bildung einer ohmschen Schicht in einer 
Dicke von ungefahr 50 nm aufgebracht. Ferner kann, wenn der TFT unter Verwendung einer Atzstoppschicht 
erzeugt wird, auf der Halbleiterschicht eine Siliziumnitridschicht als Atzstoppschicht aufgebracht werden. 
Danach wird die Halbleiterschicht (3) zur Festlegung von Flachen strukturiert, in denen die Schaltelemente in 

65 der Nahe der Bereiche, wo sich die Abtastsignalleitungen (1) und die Anzeigesignalleitungen (5a) gegenseitig 
uberkreuzen, angeordnet werden. 

AnschlieBend wird die Isolationsschicht (2) auf den (nicht gezeigten) Bondinseln entfernt, und ein transparen- 
tes leitfahiges Material, z. B. ITO, wird in einer Dicke von ungefahr 50 nm oder weniger durch ein Sputterverfah- 
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ren abgeschieden und anschlieBend strukturiert, urn die Bildpunktelektroden (4) auf der Isolationsschicht (2) 
(d. h. auf derselben Ebene wie die Halbleiterschicht (3)) zur erzeugert Jede Bildpunktelektrode (4) wird hierbei so 
strukturiert, daC sie teilweise mit ihrer zugehorigen, im vorangegangenen Schritt gebiideten ersten Elektrode 
(10c) des Speicherkondensators in einer vorgegebenen Breite uberlappt, wobei sich dazwischen die Isolations- 
schicht (2) befindet. Damit werden ein Kondensator vom Zusatzkapazitatstyp zwischen der ersten Elektrode 
(10c) und der Bildpunktelektrode (4) in jedem Bildpunktbereich unter Zwischenfugung der Isolationsschicht (2) 
als dielektrisches Material sowie ein Kondensator vom Speicherkapazitatstyp zwischen der ersten Elektrode 
(lOd) und der Bildpunktelektrode (4) in jedem Bildpunktbereich gebildet, so daB ein uber die Anzeigesignailei- 
tung (5a) eingegebenes Spannungssignal fur eine vorbestimmte Zeitdauer gehalten wird, bis das nachfolgende 
Eingabesignal ankommt 

Daraufhin werden nacheinander Chrom und Aluminium ganz flachig auf dem Substrat in einer Dicke von 
ungefahr 50 nm oder weniger bzw. 500 nm oder weniger mittels eines Sputterverfahrens aufgebracht und dann 
strukturiert, um die Anzeigesignalleitungen (5a), die Source-Elektroden (5b) und die Drain-Elektroden der TFTs 
zu bilden, AnschlieBend wird eine Schutzschicht aus Siliziurnnitrid ganz flachig auf das Substrat in einer Dicke 
von ungefahr 400 nm mittels eines CVD-Verfahrens aufgebracht. Das untere Feld der LCD ist damit vervoltstan- 
digt Selbstverstandlich kann auf der Schutzschicht (6), wie in der LCD-Technik iibiich, eine (nicht gezeigte) 
Orientierungsschicht zur Orientierung des Fliissigkristalls in einem nachfolgenden Schritt aufgebracht werden. 

Das obere Feld der LCD wird dadurch hergestellt, daB, nachdem die Offnungsflache der LCD durch Erzeu- 
gung einer Lichtabschirmschicht an der Innenseite des transparenten, frontseitigen Glastragers als Matrizen 
entlang des Randes jeder Bildpunktflache festgelegt worden ist, die Lichtabschirmschicht und die frei liegende 
Offnungsflache mit einer Farbfilterschicht bedeckt und darauf nacheinander eine ubiiche Schutzschicht und eine 
transparente, obere, gemeinsame Elektrode gebildet werden, was die Mehrschichtstruktur vervollstandigt. Das 
untere sowie das obere Feld der LCD, wieoben beschrieben, werden von geeigneten Tragstiften gehalten, und 
der Flussigkristall wird zwischen sie eingebracht. Die Felder werden daraufhin abgedichtet, wodurch die LCD 
vervollstandigt ist. 

Fig. 18 zeigt das Ersatzschaltbiid der Flussigkristallanzeige der Fig. 16 und 17. In den durch die Abtastsignal- 
leitungen (1) und die Anzeigesignalleitungen (5a) festgelegten einzelnen Bildpunkten existieren folgende Kapa- 
zitaten: eine im Kreuzungsbereich einer Abtastsignalleitung (1) und einer Anzeigesignalleitung (5a) gebildete 
Kapazitat (Ccr); eine zwischen der Bildpunktelektrode (4) und der ersten Elektrode (lOd) des gegenuberliegen- 
den Kondensators vom Speicherkapazitatstyp gebildete Kapazitat (Cst2); eine zwischen der Bildpunktelektrode 
(4) und dem Flussigkristall gebildete Kapazitat (Clc); eine zwischen der Bildpunktelektrode (4) und der ersten 
Elektrode (10c) des Kondensators vom Zusatzkapazitatstyp gebildete Kapazitat (Cadd2); eine zwischen der 
Source- und der Drain-EIektrode des Diinnschichttransistors gebildete Kapazitat (Cds); eine zwischen der Gate- 
und der Source-Elektrode gebildete Kapazitat (Cgs); sowie eine zwischen der Gate- und der Drain-EIektrode 
gebildete Kapazitat (Cgd). 

Im allgemeinen sollte, um die GleichmaBigkeit des Bildes in einer Flussigkristallanzeige vom aktiven Matrix- 
typ sicherzustellen, die Spannung eines ersten, uber eine Datenleitung bei einem Schreibvorgang : ubertragenen 
Signals fur eine bestimmte Zeitdauer konstant gehalten werden, bis ein zweites Signal empfangen wird. Wenn 
ein Speicherkondensator mit einer vorbestimmten Kapazitat parallel zu einer Flussigkristallzelle angeordnet ist, 
laBt sich aus den Schaltungen der Fig. 3, 6 und 18 folgende Gleichung erhalten: 

Ca = Cs = Cadd2 + Cst2. (3) 

Des weiteren ergibt sich fur die Kapazitat der Abtastsignalleitung (Cssl) fur dieses dritte erfindungsgemaBe 
Ausfuhrungsbeispiel: 

Cssl = Cin + 1/((1/Cadd2) + (l/(Clc + Cgd + Cst2))). (4) 

Wie aus der obigen Gleichung hervorgeht, ist die Gate-Verdrahtungskapazitat beim vorliegenden Beispiel 
geringer als diejenige einer LCD, die, wie in Fig. 4, nur einen Kondensator vom Zusatzkapazitatstyp aufweist. 

Um das Verhaltnis der Gate-Verdrahtungskapazitat (Cadd2) aufgrund des Kondensators vom Zusatzkapazi- 
tatstyp zur Gate-Verdrahtungskapazitat (Cst2) aufgrund des Kondensators vom Speicherkapazitatstyp zu opti- 
mieren, wird unter Betrachtung der Verbesserung des Offnungsverhaltnisses, wie sie durch Anwendung des 
Kondensators vom Zusatzkapazitatstyp erzielbar ist, und der Reduktion der Gate-Verdrahtungskapazitat, wie 
sie durch Anwendung des Kondensators vom Speicherkapazitatstyp erzielbar ist, ein KompromiB geschlossen. 

Ein Beispiel eines solchen Kompromisses sei nachfolgend erlautert. Fur ein Flussigkristallanzeigefeld nach 
Arbeitsplatzorganitationsstandard mit einer GroBe von 15 Inch und 1280 x 1024 Bildpunkten, d. h. einer 
BildpunktgroBe von 80 u,m x 240 u,m, betragen der Gate-Verdrahtungswiderstand (R) 3,41 kn, die Kapazitat 
(Ccr) des Leiterbahnkreuzungsbereichs von Abtastsignalleitung und Anzeigesignalleitung 0,04 pF, die Kapazitat 
des Flussigkristalls (Clc) 0,16 pF, die Summe aus Zusatzkapazitat (Cadd2) und Speicherkapazitat (Cst2) 0,3 pF, 
die Kapazitat (Cgd) zwischen der Gate-Elektrode und der Drain-EIektrode 0,02 pF und die Kapazitat (Cgsj 
zwischen der Gate-Elektrode und der Source-Elektrode 0,02 pF. Die RC-Zeitkonstante ergibt sich aus dem 
Verhaltnis von Zusatzkapazitat (Cadd2) zu Speicherkapazitat (Cst2) aus folgender Tabelle. 
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Tabelle 1 



Cst2(%) : Cadd2(%) RC-Zeitkonstante Verhaltnis bezogen auf 

(us) den Speicherkondensa- 

tortyp 

■10 . 



0 : 


100 


2,51 


2,42 


10 : 


90 


2,58 


2,49 


20 : 


80 


. 2,61 


2,51 


30 : 


70 


2,58 


2,49 


40 : 


60 


2,51 


2,42 


50 : 


50 


2,38 


2,30 


6 0 : 


40 


2 ,21 


2,13 


70 : 


30 


1,9 9 


1,92 


80 : 


20 


1,72 


1,66 


90 : 


10 


1,40 


1,35 


100 : 


0 


1,03 


1,00 



35 

In der obigen Tabelle 1 kann das Verhaltnis von Cs\2 zu Cadd2 als Verhaltnis der von der ersten Elektrode des 
Kondensators vom Speicherkapazitatstyp eingenommenen Flache zu der von der ersten Elektrode des Konden- 
sators vom Zusatzkapazitatstyp eingenommenen Flache definiert werden. Wie aus Tabelle 1 ersichtlich, ist 
festzustellen, daB, wenn das Verhaltnis von Speicherkapazitat zu Zusatzkapazitat groBer als 80 : 20 ist, eine 

40 RC-Zeitkonstante von weniger als dem 1,66-fachen derjenigen der Flussigkristallanzeige vom herkommlichen 
Speichertyp resultiert, was effizient und ausreichend ist 

Es versteht sich, daB zahlreiche Varianten hinsichtlich des Kondensators vom Zusatzkapazitatstyp und des 
Speicherkondensators bezuglich dieses dritten erfindungsgemaBen Ausfuhrungsbeispiels moglich sind. Zum 
Beispiei kann die erste Elektrode des Kondensators vom Zusatzkapazitatstyp als ringformige Elektrode, wie in 

45 Fig. 7 gezeigt, gebiidet sein. 

Unter Bezugnahme auf Fig. 19 wird nun ein viertes erfindungsgemaBes Beispiei einer Flussigkristallanzeige 
beschrieben. Diese Flussigkristallanzeige ist dadurch charakterisiert, daB die erste Elektrode (10c) der Zusatzka- 
pazitat ringformig gebiidet ist, so daB sie teilweise entlang des Randes der Biidpunktelektrode (4) mit dieser 
uberlappt. Die erste Elektrode (10c) ist mit ringformiger Gestait in dem Bildpunktbereich zwischen der ersten 

so Elektrode (lOd) des Kondensators vom Speicherkapazitatstyp und der Abtastsignalleitung (1) zum Betrieb der 
benachbarten Biidpunktelektrode angeordnet. Dieses Ausfiihrungsbeispiel spiegelt die Verbesserung des Off- 
nungsverhaltnisses wieder, die durch die ringformige erste Elektrode der in Fig. 7 gezeigten LCD erhalten 
werden kann. Die durch die gestrichelte Linie markierte Flache in der Biidpunktelektrode (4) bezeichnet eine 
durch die Lichtabschirmschicht (Schwarz-Matrix) , die auf dem oberen Feld der Flussigkristallanzeige gebiidet 

55 ist, definierte Offnungsflache. Des weiteren unterscheidet sich dieses Beispiei einer Flussigkristallanzeige von 
der Flussigkristallanzeige gemaB Fig. 16 lediglich darin, daB die erste Elektrode (10c) des Zusatzkondensators als 
ringformige Elektrode zwischen der ersten Elektrode (lOd) des Speicherkondensators und der Abtastsignallei- 
tung (1) zum Betrieb der benachbarten Biidpunktelektrode gebiidet ist. Die in Fig. 19 gezeigte Flussigkristallan- 
zeige kann auf dieselbe Weise hergestellt werden wie die Flussigkristallanzeige nach Fig. 16, mit der Ausnahme, 

60 daB fur die Erzeugung der ersten Elektrode (10c) des Zusatzkondensators eine Maske mit der entsprechenden 
Anordnung, wie sie in Fig. 19 gezeigt ist, verwendet wird. Wie im Zusammenhang mit der obigen Tabelle 1 
erwahnt, wird auch in diesem Fall eine Optimierung des Verhaltnisses zwischen Zusatzkapazitat und Speicher- 
kapazitat durchgefiihrt. 

Zwar zeigt die Fig. 19 eine Biidpunktanordnung, bei der die erste Elektrode des Zusatzkondensators als 
65 ringformige Elektrode gebiidet ist, jedoch kann alternativ die erste Elektrode (10d) des Speicherkondensators 
anstelle der ersten Elektrode (10c) des Zusatzkondensators als ringformige Elektrode gestaltet sein, wie in 
Fig. 1 1 gezeigt. In einem solchen Fall entspricht der HerstellungsprozeB demjenigen der Herstellung der in 
Fig. 16 gezeigten Flussigkristallanzeige mit der Ausnahme, daB bei der Erzeugung der ersten Elektrode (lOd) des 
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Speicherkondensators eine die erste Elektrode (lOd) des Speicherkondensators bildende Maske verwendet wird 
welche die die Bildpunktelektrode (4) entlang deren Umrandung umgebende Anordnung aufweist. Ebenso wie 
unter Bezugnahme auf die obigeTabelle 1 erwahnt, wird auch hier eine Optimierung des Verhaltnisses zwischen 
der Zusatzkapazitat und der Speicherkapazitat durchgefuhrt. 

GemaB einer weiteren erfindungsgemaBen Variante konnen sowohl die erste Elektrode (10c) des Zusatzkon- 
densators als auch die erste Elektrode (lOd) des Speicherkondensators ais ringformige, die Bildpunktelektrode 
(4) entlang eines Randbereich.es derselben umgebende Elektrode gestaltet sein. 

Die Flussigkristallanzeigen gemaB des dritten und vierten AusfQhrungsbeispiels der Erfindung stellen zwar 
eine Verbesserung hinsichtlich der Anzeigecharakteristika, d. h. hoheres Offnungsverhaltnis. groBeres Kontrast- 
verhaltnis etc., dar. Aufgrund des Vorhandenseins von Verunreinigungen oder aufgrund eines schwachen Isola- 
tionsfilms m den Leiterbahnkreuzungenfden Oberschneidungen der Abtastsignalleitungen (1) mit den Anzeiges- 
ignalleitungen (5a) oder den Oberschneidungen der Anzeigesignalleitungen (5a) mit den unabhangigen Verdrah^ 
tungen (11a) zur Verbmdung der ersten Elektroden (lOd) der Kondensatoren vom Speicherkapazitatstyp unter- 
einander) konnen jedoch Leiterbahnunterbrechungen in den Abtastsignalleitungen (1) und/oder Kurzschlusse 
zwischen den Abtastsignalleitungen (1) und den Anzeigesignalleitungen (5a) oder zwischen den Anzeigesignal- 
tettungen (5a) und den unabhangigen Verdrahtungen (11a) zur Verbindung der ersten Elektroden (lOd) der 
Kondensatoren vom Speicherkapazitatstyp untereinander auftreten, wodurch die Ausbeute der hergestellten 
Flussigkristallanzeigen betrachtlich herabgesetzt wird 

Urn die Schwierigkeiten hinsichtlich Leiterbahnbriichen in Abtastsignalleitungen (1) und/oder Kurzschlussen 
zwischen den Abtastsignalleitungen (1) und den Anzeigesignalleitungen (5a) ohne Verringerung des Offnungs- 
verhaltnisses und des Kontrastverh&ltnisses zu Uberwinden, konnen die Abtastsignalleitungen und/oder die 
unabhangigen Verdrahtungen zur Ansteuerung der ersten Elektrode (lOd) der Speicherkondensatoren verdoD- 
pelt werden, wie in den Fig. 9, 10 und 14 dargestellt 

Die Fig. 20 zeigt ein funftes Beispiel einer erfindungsgemaBen Flussigkristallanzeige, bei dem sowohl die 
Abtastsignalleitungen als auch die unabhangigen Verdrahtungen zur Ansteuerung der ersten Elektroden der 
Speicherkondensatoren verdoppelt sind. Wie aus der Bildpunktanordnung von Fig. 20, die einen einzelnen 
Bildpunktbereich wiedergtbt, zu ersehen, ist jede Abtastsignalleitung in Form einer ersten Abtastsignalleitung 
(la) und einer zweiten Abtastsignalleitung (lb) verdoppelt. Die erste Elektrode (10c) des mit der Abtastsignallei- 
tung elektrisch verbundenen Kondensators vom Zusatzkapazitatstyp ist so gestaltet, daB sie die Bildpunktelek- 
trode (4) in deren Randbereich zwischen der zweiten Abtastsignalleitung (lb) und einer ersten Abtastsignallei- 
tung (la) zur Ansteuerung einer benachbarten Bildpunktelektrode umgibt Ebenso ist jede unabhangige Leiter- 
bahn zur Ansteuerung der ersten Elektrode der Kondensatoren vom Speicherkapazitatstyp in Form einer ersten 
unabhangigen Leiterbahn (lc) und einer zweiten unabhangigen Leiterbahn (Id) doppelt ausgefflhrt. Die erste 
blektrode des Kondensators vom Speicherkapazitatstyp ist so gestaltet, daB sie die Bildpunktelektrode (4) in 
deren Randbereich zwischen der ersten und der zweiten unabhangigen Leiterbahn (lc, Id) randseitig umgibt 

Bei der in Fig. 20 gezeigten Flussigkristallanzeige konnen Unterbrechungen und/oder Kurzschlusse, die in 
Leiterbahnkreuzungsbereichen auftreten konnen, auf einfache Weise behoben werden. Die Flussigkristallanzei- 
ge nach Fig. 20 kann auf dieselbe Weise hergestellt werden, wie diejenigen in den Fig. 16 und 19, wobei lediglich 
die Strukturauslegung zur Erzeugung der ersten Elektroden der Zusatzkondensatoren und der ersten Elektro- 
den der Speicherkondensatoren entsprechend in einfacher Weise zu andern ist. AuBerdem kann wiederum eine 
Optimierung des Verhaltnisses zwischen Zusatzkapazitat und Speicherkapazitat vorgenommen werden wie sie 
oben in Zusammenhang mitderTabelle 1 erlautert wurde. 

Das Verhaltnis der Speicherkapazitat zur Zusatzkapazitat kann verandert werden, urn das Offnungsverhaltnis 
zu ernohen und/oder die Kapazitat der Abtastsignalleitungen zu reduzieren. Weiterhin konnen die ersten 
hlektroden der Kondensatoren vom Zusatzkapazitatstyp und der Kondensatoren vom Speicherkapazitatstyp in 
unterschiedlicher Weise gestaltet sein. Zusatzlich kann das Herstellungsverfahren fur die oben beschriebene 
Flussigkristallanzeige in Abhangigkeit von der Wahl des Materials zur Erzeugung der ersten Elektroden der 
werden nSat ° ren Spelcherkapazit5tsty P sowie der Kondensatoren vom Zusatzkapazitatstyp abgeandert 

Bei den dritten bis fiiriften erfindungsgemaBen Ausfiihrungsbeispielen lSBt sich die Gate-Verdrahtungskapazi- 
^V? • ZU der F'^'g^'StaHanzeige mit Kondensatoren nur vom Zusatzkapazitatstyp verringern so 

™ e RpZeitkonstante reduziert wird. Auf diese Weise wird eine Flussigkristallanzeige bereitgestelit, die'ein 
gleichmaBiges Bild hefert. Des. weiteren ist das Offnungsverhaltnis verglichen mit einer Flussigkristallanzeige 
welche nur die Hilfskondensatoren vom Speicherkapazitatstyp besitzt, erhoht, so daB ein Flussigkristallanzeige- 
bauelement mit verbesserter Helligkeit und/oder verbessertem Kontrastverhaltnis realisiert ist 

Bei dem oben beschriebenen funften erfindungsgemaBen Ausfuhrungsbeispiel werden die redundanten Ver- 
bmdungsbereiche zur Verbindung der ersten Elektroden der Speicherkondensatoren bzw. die verdoppelten 
Abtastsignalleitungen durch eine einfache Anderung des zugrundeliegenden Strukturierungsmusters gebildet 
ohne daB era zusatzlicher ProzeB benotigt wird, was die Herstellung vereinfacht. Da die redundanten Verbin- 
dungsbereiche zur Verbindung der ersten Elektroden der Kondensatoren untereinander vorgesehen bzw die 
Abtastsignalleitungen verdoppelt sind. konnen die Unterbrechungs- und KurzschluBdefekte in den Abtastsignal- 
leitungen die in Kreuzungsbereichen der Leiterbahnen auftreten konnen. verringert und repariert werden was 
es ermoghcht, die Ausbeute der hergestellten LCDs betrachtlich zu ernohen. 

Es versteht sich, daB der Fachmann verschiedene Modifikationen in der Gestaltung und bezuglich der Details 
der oben beschriebenen Ausfuhrungsformen im Umfang der Erfindung. wie sie durch die beigefiigten Patentan- 
spruche tes tgelegt ist, vorzunehmen vermag. 
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Patentanspriiche 

1. Fliissigkristallanzeigeeinrichtung mit: 

— wenigstens einem transparentenTrager (100), 

— einer Mehrzahl von Abtastsignalleitungen (1) und diese kreuzende Anzeigesignalleitungen (5a) in 
einer Matrixanordnung auf einer Oberflache des transparenten Tragers (100) zur Festlegung einer 
Mehrzahl von Bildpunktbereichen, von denen jeder von einem Paar von Abtastsignalleitungen (1) und 
einem Paar von Anzeigesignalleitungen (5a) begrenzt ist, 

— einer Bildpunktelektrode(4) in jedem Bildpunktbereich, 

— einem- Schaltelement in jedem Bildpunktbereich, das. mit einer zugehorigen Anzeigesignalleitung 
(5a) und einer zugehorigen Bildpunktelektrode (4) verbunden ist, und 

— einer ersten Elektrode (10) in jedem Bildpunktbereich, welche mit der zugehorigen Bildpunktelek- 
trode (4) dieser gegeniiberliegend einen Kondensator vom Speicherkapazitatstyp bildet, wobei die 
ersten Elektroden (10) benachbarter Bildpunktbereiche durch wenigstens einen Verdrahtungsverbin- 
dungsbereich (14) miteinander verbunden sind, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

— die ersten Elektroden (10) die jeweilige Bildpunktelektrode (4) umgebend ringformig ausgebildet 
und uber den Verdrahtungsverbindungsbereich (14) unabhangig von den Abtastsignalleitungen (1) und 
den Anzeigesignalleitungen (5a) ansteuerbar sind. 

2. Flussigkristallanzeigeeinrichtung nach Anspruch 1, weiter dadurch gekennzeichnet, daB die ersten Elek- 
troden (10) der Speicherkondensatoren aus demselben Material bestehen wie eine Bondinselanordnung 
zum AnschluB der Abtastsignalleitungen (1) und der Anzeigesignalleitungen (5a) an eine externe Treiber- 
schaltung, wobei sie gemeinsam mit der Erzeugung der Bondinselanordnung strukturiert werden. 

3. Flussigkristallanzeigeeinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, weiter dadurch gekennzeichnet, daB die ersten 
Elektroden (10) und die Abtastsignalleitungen (1) aus demselben Material bestehen. 

4. Flussigkristallanzeigeeinrtchtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, weiter dadurch gekennzeichnet, daB 
die ersten Elektroden (10) und die Abtastsignalleitungen (1) wenigstens ein lichtundurchlassiges leitfahiges 
Metall enthalten, das aus der Gruppe ausgewahlt ist, die Aluminium, Chrom, Molybdan und Tantal umfaBt 

5. Flussigkristallanzeigeeinrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, weiter dadurch gekennzeichnet, daB 
die ersten Elektroden (10) und die Abtastsignalleitungen (1) eine Stapelstruktur aus wenigstens zwei 
Metallschichten aufweisen. 

6. Fliissigkristallanzeigeeinrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, weiter dadurch gekennzeichnet, daB 
der Verdrahtungsverbindungsbereich (14) zur Verbindung der ersten Elektroden (10) benachbarter Kon- 
densatoren die Anzeigesignalleitungen (5a) kreuzt. 

7. Flussigkristallanzeigeeinrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, weiter dadurch gekennzeichnet daB 
jeweils zwei Leiterbahnverbindungsbereiche (14) zwischen den ersten Elektroden (10) zweier benachbarter 
Kondensatoren vorgesehen sind. 

8. Flussigkristallanzeigeeinrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, weiter dadurch gekennzeichnet, daB 
die ersten Elektroden (10) und die Abtastsignalleitungen (1) als voneinander verschiedene leitfahige Schich- 
ten gebildet sind. 

9. Flussigkristallanzeigeeinrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 7 und 8, weiter dadurch gekennzeich- 
net, daB der Verdrahtungsverbindungsbereich (14) die Abtastsignalleitungen (1) kreuzt. 

10. Fliissigkristallanzeigeeinrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 9, weiter dadurch gekennzeichnet, daB 
die ersten Elektroden (10) und die Abtastsignalleitungen (1) durch eine dazwischenliegende Isolations- 
schicht (2) voneinander isoliert sind. 

11. Flussigkristallanzeigeeinrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 10, weiter dadurch gekennzeichnet, 
daB das Schaltelement aus einem Dunnschichttransistor besteht 

12. Flussigkristallanzeigeeinrichtung nach Anspruch 11, weiter dadurch gekennzeichnet, daB der Dunn- 
schichttransistor folgende Elemente beinhaltet: 

— eine von einem Abschnitt einer zugehorigen Abtastsignalleitung (1) gebildete Gate-Elektrode, 

— eine von einem vorspringenden Teil einer zugehorigen Anzeigesignalleitung (5a) gebildete Drain- 
Elektrode, 

— eine mit einem Teil der zugehorigen Bildpunktelektrode (4) iiberlappende Source-EIektrode (5b) 
und 

— eine Halbieiterschicht (3), die auf einer auf der Gate-Elektrode angeordneten Isolationsschicht zur 
Verbindung der Drain-Elektrode mit der Source-EIektrode (5b) gebildet ist 

13. Flussigkristallanzeigeeinrichtung nach Anspruch 11 oder 12, weiter dadurch gekennzeichnet, daB der 
Dunnschichttransistor von einem invers gestuften Typ und an einem Kreuzungspunkt der zugehorigen 
Abtastsignalleitung (1) mit der zugehorigen Anzeigesignalleitung (5a) gebildet ist 

14. Flussigkristatlanzeigeeinrichtung nach Anspruch 12 oder 13, weiter dadurch gekennzeichnet, daB die 
Gate-Elektrode, die Drain-Elektrode und die Halbieiterschicht (3) des Dunnschichttransistors auBerhalb 
des Randes der zugehorigen Bildpunktelektrode (4) gebildet sind. 

15. Flussigkristallanzeigeeinrichtung nach einem der Anspriiche 12 bis 14, weiter dadurch gekennzeichnet, 
daB die Source-EIektrode (5b) des Dunnschichttransistors einen Teil der zugehorigen ersten Elektrode (10) 
iiberdeckt 

16. Flussigkristallanzeigeeinrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 15, weiter dadurch gekennzeichnet, 
daB die erste Elektrode (10) entlang der gesamten Berandung der Bildpunktelektrode (4) mit dieser teilweise 
uberlappt. 
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17. Flussigkristailanzeigeeinrichtung nach Anspruch 16, weiter dadurch gekennzeichnet, daQ ein randseiti- 
ger Abschnitt der ersten Elektrode (10) mit einem Tei! der zugehorigen Bildpunktelektrode (4) in einer 
vorgegebenen Breite ohne Auftreten abrupter Stufen uberlappt. 

18. Flussigkristallanzeigeeinrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 17, weiter dadurch gekennzeichnet, 
daB die Schaltelemente jeweils aus einer Dunnschichtdiode bestehen. 

19. Flussigkristallanzeigeeinrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 18, weiter dadurch gekennzeichnet, 
daB die ersten Elektroden (10) und die Abtastsignaileitungen (1) irn wesentlichen in einer ersten Horizontal- 
ebene sowie die Bildpunktelektroden (4) und die Anzeigesignalleitungen (5a) im wesentlichen in einer 
zweiten Horizontalebene angeordnet sind, wobei die erste und die zweite Horizontalebene voneinander 
durch eine zwischenliegende Isolationsschicht (2) getrennt sind. 

20. Flussigkristallanzeigeeinrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 19, weiter dadurch gekennzeichnet, 
daB 

— der Glastrager (100) ein riickseitiger Glastrager mit einer Innen- und einer AuBenseite ist, 

— ein frontseitiger Glastrager (101) mit einer Innen- und einer AuBenseite vorgesehen ist, der parallel 
zum ruckseitigen Glastrager (10O) von diesem in einem vorbestimmten Abstand separiert angeordnet 
ist, so daB seine Innenseite der Innenseite des ruckseitigen Glastragers (100) gegenuberliegt, 

— die Mehrzahi von Abtastsignaileitungen (1) und kreuzenden Anzeigesignalleitungen (5a) an der 
Innenseite des ruckseitigen Glastragers (100) matrixformig angeordnet sind, 

— eine-Lichtabschirmschicht-Matrix (20) auf der Innenseite des frontseitigen Glastragers (101) vorge- 
sehen ist, die zur Festlegung lichtdurchlassiger Offnungsflachen innerhalb der Bildpunktflachen ange- 
ordnet ist, 

— eine Farbfilterschicht (21) an der Innenseite des frontseitigen Glastragers (101) vorgesehen ist, die 
eine lichtdurchlassige Flache beinhaltet, welche die lichtdurchiassige Offnungsflache und die Lichtab- 
schirmschicht (20) bedeckt, 

— eine auf der Farbfilterschicht (21) gebildete, transparente Elektrode (23) vorgesehen ist und 

— eine Flussigkristallschicht zwischen dem frontseitigen (101) und dem ruckseitigen Glastrager (100) 
vorgesehen ist 

21. Flussigkristallanzeigeeinrichtung nach Anspruch 20, weiter dadurch gekennzeichnet, daB zwischen die 
Farbfilterschicht (21) und die transparente Elektrode (23) eine Schutzschicht (22) eingefugt ist 

22. FlQssigkristallanzeigeeinrichtung nach Anspruch 20 oder 21, weiter dadurch gekennzeichnet, daB eine 
zweite Schutzschicht (6) die Innenseite des ruckseitigen Glastragers (100) bedeckt. 

23. Flussigkristallanzeigeeinrichtung nach einem der Anspruche 20 bis 22, weiter dadurch gekennzeichnet, 
daB die von der Lichtabschirmschicht (20) festgelegte Begrenzung der Offnungsflache im wesentlichen 
vertikal mit der inneren Berandung der zugehorigen ersten Elektrode (10) fiuchtet, wobei die erste Elektro- 
de (10) ais eine zweite Lichtabschirmschicht fungiert, urn Streuiicht zu verringern, das nicht durch die 
Offnungsflache hindurchtreten soil 

24. Flussigkristallanzeigeeinrichtung nach einem der Anspruche 20 bis 23, weiter dadurch gekennzeichnet, 
daB die jeweilige erste Elektrode (10) sich nicht in den Bereich einer virtuellen Offnungsflache erstreckt, der 
durch vom ruckseitigen Glastrager (100) in Richtung Offnungsflache.einfailendes Licht festgelegt wird 

25. Yerfahren zur Herstellung einer Flussigkristallanzeigeeinrichtung, gekennzeichnet durch folgende 
Schritte zur Herstellung einer Flussigkristallanzeigeeinrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 24: 

— Aufbringen einer ersten Metallschicht auf einen transparenten Trager (100), 

— Strukturierung der ersten Metallschicht zur Erzeugung von Bondinseln zur Kontaktierung innerer 
Elemente mit einer auBeren Schaltung, 

— Aufbringen einer zweiten Metallschicht auf die mit den Bondinseln versehene resultierende Struk- 
tur, 

— Strukturierung der zweiten Metallschicht zur Biidung einer Mehrzahi von Abtastsignaileitungen (1) 
in einer regelmaBigen Anordnung, einer ersten Elektrode (10) eines Kondensators vom Speicherkapa- 
zitatstyp in jedem Bildpunktbereich sowie jeweils wenigstens einem Leiterbahnverbindungsbereich 
(14) zur Verbindung erster Elektroden benachbarter Kondensatoren vom Speicherkapazitatstyp, wo- 
bei die ersten Elektroden (10) elektrisch von den Abtastsignaileitungen (1) und den Anzeigesignallei- 
tungen (5a) getrennt sind, 

— aufeinanderfolgende Biidung einer Isolationsschicht (2) und einer Halbleiterschicht (3) auf der 
Oberflache der resuitierenden Struktur, 

— Strukturierung der Halbleiterschicht (3), wobei die Halbleiterschicht (3) lediglich im Bereich eines 
jeweiligen Abschnitts der Abtastsignaileitungen (1) verbleibt, 

— Aufbringen einer transparenten leitfahigen Schicht auf die Oberflache der resuitierenden Struktur, 

— Strukturierung der transparenten leitfahigen Schicht zur Biidung der jeweiligen Bildpunktelektrode 
(4), die der zugehorigen ersten Elektrode des Kondensators vom Speicherkapazitatstyp entiang eines 
Randbereiches gegenuberliegt, 

— Aufbringen einer dritten Metallschicht auf die resultierende Struktur und 

— Strukturierung der dritten Metallschicht zur Erzeugung einer Mehrzahi von regelmiiBig angeordne- 
ten Anzeigesignalleitungen (5a), welche die Abtastsignaileitungen (1) uberkreuzen, sowie der Source- 
und der Drain-EIektroden von Dtihnschichttransistoren auf der Halbleiterschicht (3). 

26. Verfahren zur Herstellung einer Flussigkristailanzeigeeinrichtung, gekennzeichnet durch folgende 
Schritte zur Herstellung einer Flussigkristallanzeigeeinrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 24: 

— Aufbringen einer ersten Metallschicht auf einen transparenten Trager (100), 

— Strukturierung der ersten Metallschicht zur Erzeugung von Bondinseln zum AnschluB innerer 



15 



( DE 44 07 043 Al ( 



Elemente an eine auBere Schaltung sowie zur Erzeugung einer Mehrzahl erster Elektroden von 
Kondensatoren vom Speicherkapazitatstyp in jedem Bildpunktbereich und zur Erzeugung wenigstens 
eines Leiterbahnverbindungsbereichs (14) zur Verbindung der ersten Elektroden (10) benachbarter 
Kondensatoren vom Speicherkapazitatstyp, wobei die ersten Elektroden (10) von den Abtastsignallei- 
tungen (1) und den Anzeigesignalleitungen (5a) getrennt sind, 

— Aufbringen einer zweiten Metallschicht auf die mit den Bondinseln und den ersten Kondensator- 
elektroden (10) versehene, resultierende Struktur, 

— Strukturierung der zweiten Metallschicht zur Erzeugung der Abtastsignalleitungen (1) in regelmaBi- 
gen Abstanden, 

— aufeinanderfolgendes Aufbringen einer Isolationsschicht (2) und einer Halbleiterschicht (3) auf die 
Oberflache der resultierenden Struktur, 

— Strukturierung der Halbleiterschicht (3), urn die Halbleiterschicht (3) lediglich im Bereich eines 
jeweiligen Abschnitts der Abtastsignalleitungen (1) zu belassen, 

— Aufbringen einer transparenten leitfahigen Schicht auf die Oberflache der resultierenden Struktur, 

— Strukturierung der transparenten leitfahigen Schicht zur Erzeugung einer Bildpunktelektrode (4), 
die in einem Randbereich der zugehorigen ersten Elektrode (10) des Kondensators vom Speicherkapa- 
zitatstyp gegenuberliegt, 

— Aufbringen einer dritten Metallschicht auf die resultierende Struktur und 

— Strukturierung der dritten Metallschicht zur Erzeugung der Mehrzahl von regelmaBig angeordne- 
ten und die Abtastsignalleitungen (1) uberkreuzenden Anzeigesignalleitungen (5a) sowie zur Erzeu- 
gung der Source- und der Drain-EIektroden der Dunnschichttransistoren auf der Halbleiterschicht (3). 

27. Verfahren nach Anspruch 25 oder 26, weiter dadurch gekennzeichnet, daB die Abtastsignalleitungen (1) 
und die ersten Elektroden (10) gleichzeitig durch Strukturierung der zweiten Metallschicht gebildet werden. 

28. Verfahren nach einem der Anspruche 25 bis 27, weiter dadurch gekennzeichnet, daB der Leiterbahnver- 
bindungsbereich (14) die ersten Elektroden in zu den Abtastsignalleitungen (1) paralleler Richtung verbin- 
det. 

29. Verfahren nach Anspruch 25, 26 oder 28, weiter dadurch gekennzeichnet, daB die Abtastsignalleitungen 
(I) und die ersten Elektroden (10) der Speicherkondensatoren durch separate Strukturierungsschritte 
erzeugt werden. 

30. Verfahren nach einem der Anspriiche 25 bis 27 und 29, weiter dadurch gekennzeichnet, daB die 
Verdrahtungsverbindungsbereiche (14) unter Uberkreuzung der Abtastsignalleitungen (1) gebildet werden. 

31. Flussigkristallanzeigeeinrichtungmit 

— einem transparenten Trager (100), 

— einer Mehrzahl von Abtastsignalleitungen (1) und einer diese kreuzenden Mehrzahl von Anzeigesig- 
nalleitungen (5a) in einer Matrixkonfiguration auf der Oberflache des transparenten Tragers (100), 
wodurch eine Mehrzahl von Bildpunktbereichen festgelegt ist, von denen jeder durch ein Paar von 
Abtastsignalleitungen (1) und Anzeigesignalleitungen (5a) begrenzt ist, 

— einer Bildpunktelektrode (4) in jedem Bildpunktbereich, 

— einem Schaltelement in jedem Bildpunktbereich, das mit einer zugehorigen Anzeigesignalleitung 
(5a) und'der Bildpunktelektrode (4) des jeweiligen Bildpunktbereiches verbunden ist, und 

— einer ersten Elektrode (10c) in jedem Bildpunktbereich, die mit der zugehorigen Bildpunktelektrode 
(4) einen Kondensator vom Zusatzkapazitatstyp bildet und so angeordnet ist, daB sie einem Bereich der 
Bildpunktelektrode (4) unter Zwischenfiigung einer Isolationsschicht (2) gegenuberliegt, 

gekennzeichnet durch 

— eine erste Elektrode (lOd) in jedem Bildpunktbereich, die zusammen mit der zugehorigen Bildpunkt- 
elektrode (4) unter Zwischenfugung. einer Isolationsschicht einen Kondensator vom Speicherkapazi- 
tatstyp bildet und so angeordnet ist, daB sie einem Bereich der jeweiligen Bildpunktelektrode (4) 
gegenuberliegt und von den Abtastsignalleitungen (1) eiektrisch getrennt ist, und 

— eine unabhangige Verdrahtung (11a, 1c) zur Verbindung der ersten Elektroden benachbarter Kon- 
densatoren vom Speicherkapazitatstyp. 

32. Flussigkristallanzeigeeinrichtung nach Anspruch 31, weiter dadurch gekennzeichnet, daB die ersten 
Elektroden (lOd) der Kondensatoren vom Speicherkapazitatstyp und die ersten Elektroden (10c) der 
Kondensatoren vom Zusatzkapazitatstyp aus demselben Material bestehen wie die Abtastsignalleitungen 

33. Flussigkristallanzeigeeinrichtung nach Anspruch 31 oder 32, weiter dadurch gekennzeichnet, daB die 
ersten Elektroden (lOd) der Kondensatoren vom Speicherkapazitatstyp aus einem transparenten leitfahigen 
Material bestehen. 

34. Flussigkristallanzeigeeinrichtung nach einem der AnsprQche 31 bis 33, weiter dadurch gekennzeichnet, 
daB die Abtastsignalleitungen (1) mit in die Bildpunktbereiche vorstehenden Abschnitten gebildet sind, 
wobei die vorstehenden Abschnitte teilweise mit den Bildpunktelektroden (4) zur Bildung der ersten 
Elektroden (10c) der Kondensatoren vom Zusatzkapazitatstyp uberlappen. 

35. Fiussigkristallanzeigeeinrichtung nach einem der Anspruche 31 bis 34, weiter dadurch gekennzeichnet, 
daB die ersten Elektroden (lOd) der Kondensatoren vom Speicherkapazitatstyp und die ersten Elektroden 
(10c) der Kondensatoren vom Zusatzkapazitatstyp von einem einfachen Leiterbahntyp sind. 

36. Flussigkristallanzeigeeinrichtung nach einem der Anspruche 31 bis 34, weiter dadurch gekennzeichnet, 
daB die jeweilige erste Elektrode (10c) der Kondensatoren vom Zusatzkapazitatstyp den Randbereich der 
zugehorigen Bildpunktelektrode (4) umgebend ringformig ausgebildet ist. 

37. Fltissigkristallanzeigeeinrichtung nach Anspruch 36, weiter gekennzeichnet durch einen redundanten 
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Verbindungsbereich zur Verbindungjeweiliger benachbarter erster Elektroden 

38 Flussigkr.stallanzeigeeinrichtung nach einem der AnsprQche 31 bis 37, weiter dadurch gekennzeichnet, 
dafl d,e jewe.hge erste Elektrode (lOd) der Kondensatoren vom Speicherkapazitatstyp den Randbereich 
fZ\ z ? ee £ 6r Y n B^^lektrode (4) umgebend ringfarmig ausgebildet ist. wobei die erste Elektrode 
FiSIIISmh" 3 ^ 0 "/ 0 " 1 S P e,cher k a P azi , ,atst yP zwischen der Abtastsignalleitung (1) und der ersten 
Elektrode (10c) des Kondensators vom Zusatzkapazitatstyp angeordnet ist 

Jtrr'SSnr/Klf" 26 ^ 6 v" einem der Anspriiche 3 1 bis 38, weiter gekennzeichnet durch eine 

^£g£Z^£££r* ( } 2ur ndung benachbarter — Elek - d - der ^s, 

40 Flfcsigkrislallanzeigeeinrichtniig nach einem der AnsprQche 31 bis 39. weiier dadurch uekennaeichnet 
daO dte eraen Elektroden (lOd) der Kondensatoren vom Speicherkapazitatstyp aus deSeTMatS 

i« - £i£EHS£iEr 0001 sebilde,e Bondinsel ° zum Ai,uB der 

d^r^lf f anZ f geeinriChtU r, nS naC !! einem der A ^priiche 31 bis 41, weiter dadurch gekennzeichnet 
daB das Schaltelement aus einem Dunnschichttransistor besteht <=ui.* e «.nnei,. 

43 Q FlQss.gkristalIanzeigeeinricht U ng nach einem der AnsprQche 31 bis 42, weiter dadurch gekennzeichnet, 

- der transparenteTrager(lOO) ein ruckseitiger Glastrager mil einer Innen- und einer AuSenseite ist, 

- em frontse.tiger Glastrager (101) mit einer Innen- und einer AuBenseite vorgesehen ist der parallel 
zum ruckse.tigen Glastrager (100) von diesem in einem vorbestimmten Abstand separS angeordS 
*Z tf l em l """"a ? 6 dCr Inn ,f SeitE d6S riickse i^en Glastragers (100) gegenuberliegt, 

- die Mehrzahl von Abtastsignalleitungen (1) und Anzeigesignalleitungen (5a) an der Innenseite des 
nlckseitigen Glastragers (100) matrixfSrmig angeordnet sind w innenseite. aes 
-eine Lichtabschirmschicht-Matrix (20) auf der Innenseite 'des frontseitigen Glastragers (101) vorge- 
sehen 1S t, die zur Festlegung emer lichtdurchtassigen Offnungsflache in jeder Bildpunktflache angeofd- 

- eine Farbfilterschicht (21) an der Innenseite des frontseitigen Glastragers (101) vorgesehen ist und 
SmSS^™** 6 beinhaltet ' ***** lichtd -hlassige OffLng^che ufdteUcS 3 o 
~ der , Farb ™ te "cWcht (21) gebildete transparente Elektrode (23) vorgesehen ist und 

slhenir g 1 * ZWISchen dem fr °ntseitigen und dem rflckseitigen Glastrager (100) vorge- 

44 Flussigkristallanzeigeeinrichtung nach einem der AnsprQche 36 bis 43, weiter dadurch gekennzeichnet 
daB s:ch die jeweihge nngfSrimg gestaltete erste Elektrode (10c) der Kondensatoren vom ZuSSfeaS" 
atstyp ' zwtschen der Abtastsignalleitung (1) zur Ansteuerung 'der Bildpunktelektrode (4) ^s benSSr- 
S?#££5^ ,le, " ^ehorigen ersten Elektrode (lOd) derKondensatorenVom IpeSrkap" 

ShrTn^rH z " r „ HersteUun 1 f I . eine l r Flussigkristallanzeigeeinrichtung, gekennzeichnet durch folgende 
Schntte zur Herstellung einer Fluss.gknstallanzeigeeinrichtung nach einem der AnsprQche 3 1 bis 44 

- Aufbnngen emer ersten Metallschicht auf einen transparenten Trager (100) 

ElemltS^ ZUr Er26UgUng V ° n B ° ndinSeIi; — AnschluB innerer 

-Aufbringen einer zweiten Metallschicht auf die mit den Bondinseln versehene resultierende Struk- 45 

r"Zcfi trUk R tUrier r S ^ r ZW ! ite " Metallschic ht zur Erzeugung der Abtastsignalleitungen (1) in einer 
ell RnF" Jr^T^ "j-fJ 1 El *"°*tn (10c) der Kondensatoren vim ZusatzkapazitaTsty^n 

jedem B.Idpunktbereich, die zur B.Idung der Kondensatoren vom Zusatzkapazitatstyp unter Zwischen" 
ugung emer Isolat.onssch.cht (2) jeweils einem Bereich der Bildpunktelektrode (4) gegenubeSen 

Zk e t ht r p er h ten E nt tt ° d T (1 c° d) - d u er ^ ondensatoren vom Speicherkapazitatstyp, d?e in^edem BW 
punktbereich zur B.Idung der Speicherkondensatoren unter Zwischenfugung der Isolationsschicht 2) 
einem ^bschmttderzugehorigenBildpunktelekt^^ 

O^^S^SS^SS^ ISOlati °- chicht «> -ner Ha.bleiterschicht (3) auf die 

- Strukturierung der Halbleiterschicht (3), urn die Halbleiterschicht (3) lediglich in der Nahe eines 
jeweihgenAbschnitts der Abtastsignalleitungen (l)zu belassen 

~ trS ngen ein !T trans P arenten 'ejtfahigen Schicht auf die Oberflache der resultierenden Struktur 
^£w *7T B ^ ans P arenten le« ah lg en Schicht zur Erzeugung einer jeweiligen Bildpunktelek- 
QberiiSt zu g ehor 'S en er "en Elektrode (lOd) eines Speicherkondensators randseitig gegen- 6 _ 0 

- Aufbringen einer dritten Metallschicht auf die resultierende Struktur und 

- Struktunerung der dritten Metallschicht zur Erzeugung der Mehrzahl von regelmaBig angeordne- 

undi n geS ' g p, l e,t T e !l (5 ^ UntCr UberkreU2 ""S der Abtastsignalleitungen (1), sowif de?Souree- 
und der Dra.n-Elektroden der Dunnschichttransistoren auf der Halbleiterschicht 3) 
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